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요약

최대 계조의 데이터에 대응하는 전압을 메모리회로가 유지하게 한 후, 최대 계조 이외의 계조 데이터에 대응하는 전압
을 액정소자에 인가하고, 최대 계조의 데이터에 대응하는 전압을 메모리회로로부터 액정소자에 공급한다. 시분할 계조 
표시를 생성하는 표시장치에 의해, 1회의 표시마다 표시주사 동작을 행하지 않고도, 동화상의 의사윤곽(false contou
r)의 발생을 억제할 수 있다.

대표도
도 1

명세서

도면의 간단한 설명

도1은, 실시예 1에 사용된 화소의 회로 구성을 도시하는 회로도이다.

도2는, 실시예 2에 사용된 화소의 회로구성을 도시하는 등가 회로도이다.
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도3은, 실시예 3에 사용된 화소의 회로구성을 도시하는 등가 회로도이다.

도4는, 실시예 3에 사용된 시분할 계조 주사 방법의 타이밍도이다.

도5는, 실시예 3에 설명하는 전압변환회로의 회로구성을 도시하는 등가 회로도이다.

도6은, 실시예 4에 사용된 화소의 회로구성을 도시하는 등가 회로도이다.

도7은, 실시예 5에 사용된 화소의 회로구성을 도시하는 회로도이다.

도8은, 실시예에 사용된 유기 LED 디스플레이의 인가전압 대 유기 LED 디스플레이 발광전류를 도시하는 그래프이다.

도9a 및 도9b는, 실시예에 사용된 유기 LED 디스플레이의 개념을 도시하며, 도9a는 층 구조를 도시하는 설명도, 도9
b는 화학구조를 도시하는 설명도이다.

도10은, 실시예 1에 사용된 유기 LED 디스플레이 구동용 TFT의 게이트전압 및 유기 LED 디스플레이 발광전류를 도
시하는 그래프이다.

도11은, 실시예 5에 사용된 본 발명의 동화상의 의사윤곽의 효과를 도시하는 설명도이다.

도12는, 실시예 5에 사용된, 화소마다 메모리를 포함하는 표시장치의 시스템 구성을 도시하는 블록도이다.

도13은, 도12의 SRAM의 회로구성을 도시하는 블록도이다.

도14는, 실시예 6에 사용된, 화소마다 메모리를 포함하는 표시장치의 시스템 구성을 도시하는 블록도이다.

도15는, 실시예 6에 사용된 화소의 회로구성을 도시하는 등가회로도이다.

도16은, 실시예 6에 사용된 메모리셀의 회로구성을 도시하는 등가회로도이다.

도17은, 실시예 6에 사용된 시분할 계조 주사방법의 타이밍도이다.

도18은, 실시예 6에 사용된 영상 스위칭 주사방법의 타이밍도이다.

도19는, 실시예 7에 사용된 화소의 회로구성을 도시하는 회로도이다.

도20은, 실시예 7에 사용된 본 발명의 시분할 주사방법을 도시하는 설명도이다.

도21은, 실시예 7에 설명하는 화소의 회로구성을 도시하는 등가회로도이다.

도22는, 실시예 8에 사용된 화소의 회로구성을 도시하는 회로도이다.

도23은, 실시예 8에 사용된 본 발명의 시분할 주사방법에 의해 타이밍의 도출을 도시하는 설명도이다.

도24는, 실시예 8에 사용된 본 발명의 시분할 주사방법에 의해 다른 타이밍의 도출을 도시하는 설명도이다.

도25는, 실시예 8에 사용된 본 발명의 시분할 주사방법에 의해 다른 타이밍의 도출 도시하는 설명도이다.

도26은, 화소마다 메모리를 포함하는 종래의 유기 LED 디스플레이의 화소의 회로구성을 도시하는 회로도이다.
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도27은, 도26의 화소 메모리셀의 회로구성을 도시하는 회로도이다.

도28은, 화소마다 메모리를 포함하는 종래의 액정 표시 장치의 시스템 구성을 도시하는 설명도이다.

도29는, 도28의 화소 메모리의 회로구성을 도시하는 회로도이다.

도30은, 화소마다 메모리를 포함하는 종래의 액정 표시 장치의 시스템구성을 도시하는 설명도이다.

도31은, 도30의 화소메모리의 회로구성을 도시하는 회로도이다.

도32는, 도30의 화소메모리의 다른 회로구성을 도시하는 회로도이다.

도33은, 종래의 회로구성을 도시하는 회로도이다.

도34는, 종래의 시분할 계조표시 방법을 도시하는 설명도이다.

도35는, 동화상의 의사윤곽의 발생원리를 도시하는 설명도이다.

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

    발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은, 화소마다 메모리소자 및 발광소자를 갖는 표시장치, 휴대기기 및 기판에 관한 것이다.

최근, 액정 디스플레이의 경쟁 상대로서 평판 디스플레이형 유기 LED(발광 다이오드) 디스플레이가 주목되고 있다. 유
기 LED 디스플레이용 표시회로 및 구동방법의 개발에 많은 노력이 행해지고 있다.

상기 유기 LED 디스플레이용 구동 회로 및 방법은 패시브 및 액티브의 크게 2개의 카테고리로 분리되어 있다. 유기 L
ED 디스플레이에 액티브 구동 기술을 적용하기 위해서는, 화소를 구동하는 TFT가 폴리실리콘으로 이루어져야 한다.

이는, 유기 LED 디스플레이에서와 같이 자발광소자를 TFT에 의해 구동하는 경우, 상기 자발광소자를 통해 흐르는 전
류량을 확보하기 위해, TFT를 형성하는 실리콘에 충분한 전하 이동도가 필요하기 때문이다. 이것이, 액정과 같이 비발
광 셔터 소자에는 아모르퍼스 실리콘이 충분한 반면, 유기 LED 디스플레이에는 폴리실리콘이 필요한 이유를 설명한다.

폴리실리콘 TFT 대신 단결정 실리콘 TFT에 기초한 상기 유기 LED 디스플레이의 화소구성, 특히 메모리소자를 사용
한 구성이 미국 특허 제 4,996,523(공개일 1991년 2월 26일)호 공보에 기재되어 있다.

도26은 1화소(흑백 디스플레이에서는 1화소 = 1도트이고, 칼라 디스플레이에서는 1화소 = RGB 3도트이기 때문에, 
정확하게는 " 1도트" 로 표현해야 하지만, 여기서는 엄밀한 구별을 하지 않는다)의 회로 구성을 도시한다.

미국 특허 제 4,996,523호 공보에 의하면, 도26에 도시한 바와 같이, 각 화소는: 복수의 메모리셀(22l 또는 C n∼Cn-
3 ); 상기 메모리셀로부터 선택하는 트랜지스터(222 또는 Dn∼Dn-3 ); 정전류 회로(225) 및 유기 LED 소자(226)에 
의해 구성된다.

정전류회로(225)는 FET(223,224)를 포함하는 커런트 미러 회로이다. 따라서, 유기 LED 소자(226)를 흐르는 전류
는, FET(Dn∼Dn-3 )를 흐르는 전류의 총계에 의해 결정된다. 상기 FET(D n∼Dn-3 )를 흐르는 전류는, 메모리셀(C

n∼Cn-3 )에 기억된 데이터에 의해 결정되는 FET(Dn∼Dn-3 )의 게이트 전압에 의해 설정된다.
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상기 메모리셀(221)의 구성은 도27에 도시되어 있다. 특히, 로우 제어신호에 의해 CMOS 인버터(228) 및 MOS 전송
게이트(227,229)가 제어된다. 상기 로우 제어신호가 선택 상태로 되면, MOS 전송게이트(227)는 도통상태로 되고, 
MOS 전송게이트(229)는 비도통 상태로 되기 때문에, 열 입력신호(Bn)가 MOS 전송게이트(227)를 통해 CMOS 인버
터(230)의 게이트에 입력된다. 상기 로우 제어신호가 비선택 상태로 되면, MOS 전송게이트(227)는 비도통 상태로 되
고, MOS 전송게이트(229)는 도통 상태로 되기 때문에, CMOS 인버터(231)로부터의 출력이 MOS 전송게이트(229)
를 통해 CMOS 인버터(230)에 귀환된다. 상기 메모리셀(221)에서는, CMOS 인버터(230)로부터의 출력이 CMOS 인
버터(231) 및 MOS 전송게이트(229)를 통해 CMOS 인버터(230)의 게이트에 귀환되기 때문에, 상기 회로는 2단 인
버터를 사용하는 스태틱 메모리 회로로 생각할 수 있다.
    

이와 같이, 미국 특허 제 4,996,523호 공보에는, 유기 LED 디스플레이용 화소 TFT 구성으로서, 단결정 실리콘 TFT
를 포함하는 메모리구성이 기재되어 있다.

상기 미국 특허 제 4,996,523호 공보에 기재되어 있는 화소 메모리구성(도26 참조)은, 화소마다 복수의 메모리셀(C n
∼Cn-3 ) 및 커런트 미러 회로(225)를 포함하여, 상기 커런트 미러 회로에 의해 디지털 신호를 아날로그 신호(전류치)
로 변환한다.

커런트 미러 회로를 포함하는 구성은, 동일한 특성을 갖는 구성요소, FET(223,224)를 요구하지만, 예컨대 액정 표시 
장치의 제조에 사용되는 폴리실리콘 프로세스에 의해 FET를 제조하면, 인접하는 FET 사이에서 동일한 특성을 보증할 
수 없다.

따라서, 도26의 아날로그 계조 표시용 회로는 폴리실리콘 TFT의 특성 변동이라는 문제를 수반하여, 화면 전면에서의 
균일한 계조 표시가 어려워질 수 있다.

    
따라서, 디지털 계조 기술을 채용함으로써, 폴리실리콘 TFT 특성의 변동을 억제하는 것이 제안되어 있다. 도33은 상기 
디지털 계조 방법 기술의 일종인 시분할 계조 방법으로 사용하는 화소회로 구성을 도시한다. 특히, 상기 구성은 유기 L
ED 디스플레이(l08)를 구동하는 TFT(l07), 상기 TFT(l07)의 도통상태를 제어하기 위해 전압을 축적하는 커패시터
(119), 및 상기 커패시터(119)에 인가되는 전압을 제어하기 위한 TFT(l06)를 포함한다. 이러한 구성에서, 상기 방법
은, 도34에 도시한 바와 같이 1 프레임 기간(TF)내에 여러 번 화소의 커패시터(119)에 인가되는 전압을 재기입하고, 
TFT(l07)를 도통 상태로 야기하는 값 또는 TFT(107)를 비도통 상태로 야기하는 값 중 어느 일방에 상기 전압을 설
정함으로써, 계조 표시를 행한다.
    

일본국 공개 특허 공보 제 8-194205호 공보(공개일 1996년 7월30일)에는, 폴리실리콘 TFT에 의해 스태틱 메모리 
구조가 화소마다 내장되어 있는 액정 디스플레이의 구성이 기재되어 있다.

    
상기 일본국 공개 특허 공보 제 8-194205호 공보에 있어서, 도28을 참조하면, 제1 유리기판상에 화소전극(202)이 
매트릭스 형태로 배치되어 있고, 인접한 각 화소전극(202) 쌍 사이에 주사선(203)은 수평으로, 신호선(204)은 수직
으로 배치되어 있다. 또한, 주사선(203)과 평행하게 참조선(205)이 배치되어 있다. 주사선(203)과 신호선(204)의 교
차부에는, 메모리소자(206)(후술함)가 제공되어 있고, 메모리소자(206)와 화소전극(202) 사이에는 스위칭 소자(20
7)가 제공되어 있다.
    

상기 제1 유리기판상에는 소정의 거리만큼 떨어져서 제2 유리기판이 대향 배치되어 있다. 제2 유리기판은 제1 유리기
판을 향하는 측상에 대향 전극을 갖고 있다. 2개의 유리기판 사이에는 표시 재료층으로서 액정층이 봉입되어 있다. 도
28에서, 208은 주사선 드라이버, 209는 신호선 드라이버, 210은 참조선 드라이버이다.
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도29는, 도28의 화소 부분의 구성을 도시하는 회로도이다. 매트릭스 형태로 구성된 주사선(203)과 신호선(204)의 각 
교차부에는 2진 데이터 기억 메모리소자(206)가 접속되어 있다. 상기 메모리소자(206)는, 기억되어 있는 정보를 출력
하는 출력부를 갖는다. 출력부에는, 3단자 스위칭소자(207)로서, TFT(214)가 접속되어 있다. 상기 스위칭소자(207)
는, 참조선(205)과 화소전극(202) 사이의 저항을 제어하여, 액정층(215)에 인가되는 바이어스를 조정한다.

    
도29에서는, 메모리소자(206)로서 스태틱 메모리 소자가 사용된다. 스태틱 메모리 소자는 2단 인버터에 의해 정의 피
드백을 전달하는 메모리 회로이다. 따라서, 신호선(204)을 통해 인가되는 데이터가, TFT(211)가 도통상태일 때, 인
버터(212)의 게이트단자에 공급된다. 상기 인버터(212)로부터의 출력은 인버터(213)를 통해 인버터(212)의 게이트
단자에 재공급되기 때문에, TFT(211)가 도통상태일 때, 인버터(212)에 공급되는 데이터는 상기 극성을 변화시키지 
않고 인버터(212)에 귀환되어, 두 번째 TFT(211)가 도통상태로 될 때까지 기억된다.
    

이와 같이, 상기 일본국 공개 특허 공보 제 8-194205호 공보에는, 액정 디스플레이용 화소 TFT 구성으로서, 폴리실
리콘 TFT를 포함하는 메모리구성이 기재되어 있다. 도29에 도시된 바와 같이, 상기 공보에 기재되어 있는 도29의 TF
T 기판구성은, 화소마다 스태틱 메모리(206)를 포함하고, 상기 화소메모리에 기억되어 있는 데이터로부터 2진 표시를 
생성한다.

일본국 공개 특허 공보 제 2000-227608호 공보(공개일 2000년 8월15일)에는, 표시부의 외부가 메모리 기능을 갖는 
액정 디스플레이용 회로 구성이 기재되어 있다.

도30은 상기 공보에 기재되어 있는 표시 기판의 구성을 도시하는 블록도이다.

    
상기 일본국 공개 특허 공보 제 2000-227608호 공보에 의하면, 표시기판상의 표시부(310)는 라인버퍼(309)를 통해 
화상메모리(308)에 접속되어 있다. 상기 화상메모리(308)는 매트릭스 형태로 배열되어 있는 메모리셀을 포함하고, 표
시부(310)의 화소와 공통의 어드레스 공간을 공유하는 비트맵 구성을 갖고 있다. 어드레스 신호(303)는, 메모리 제어
회로(306)를 통해, 메모리라인 선택회로(311) 및 열 선택회로(307)에 공급된다. 상기 어드레스 신호(303)에 의해 
지정된 메모리셀은 열 라인 및 라인 배선(도시하지 않음)에 의해 선택되어, 상기 메모리셀에 표시데이터(304)를 기입
한다. 기입한 후에는, 메모리라인 선택회로(311)에 공급되는 어드레스신호에 의해, 상기 선택된 화소를 포함하는 1라
인에 대한 데이터가 라인버퍼(309)에 전송된다. 라인버퍼(309)는 표시부의 신호배선(도시하지 않음)에 접속되어 있
기 때문에, 상기 독출된 데이터는 상기 신호배선으로 전송된다.
    

또한, 어드레스신호는 어드레스라인 변환회로(305)에도 공급되기 때문에, 표시라인 선택회로(312)에 의해, 선택된 전
압을 라인선택배선(도시하지 않음)에 인가한다.

이 동작에 의해, 화상메모리(308)의 데이터가 표시부(310)에 기입된다.

    
상기 표시부(310)의 화소회로 구성이 도31에 도시되어 있다. 라인선택배선(401)에 의해 제어 TFT(405)가 제어되고, 
신호배선(402)으로부터 공급된 데이터가 공통배선(404)과 제어 TFT(405) 사이에 배치된 커패시터(406)에 기억되
고, 커패시터(406)를 교차하는 전압에 의해 구동용 TFT(409)의 도통(및 비도통)이 제어되어, 표시전극(408)에 액정
기준배선(403)으로부터 공급되는 전압을 인가할 것인지 아닌지를 결정한다. 소스 및 드레인 단자 사이에는 보상 커패
시터(409)가 접속되어 있다.
    

도32는 상기 표시부(310)의 별도의 화소회로구성을 도시한다. TFT는 아날로그 스위치(504)를 사용하여 액정을 구동
한다. pch TFT 및 nch TFT로 이루어진 아날로그 스위치를 구동하기 위해, 2세트의 메모리 회로가 제공되며, 각 세트
는 샘플링 커패시터(503,507) 및 샘플링 TFT(502,506)를 포함한다. 상이한 극성의 데이터 아이템이 2개의 데이터
배선(501,505)을 통해 공급되고, 공통의 라인선택배선(401)에 접속되며, 동시에 샘플링되어 표시를 생성한다.
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또한, 상기 공보에는, 아날로그 스위치를 구동하기 위한 상이한 극성의 데이터 아이템이, 2세트의 메모리회로를 제공하
는 것 대신에, 화소 내부에 설치되어 있는 인버터 회로에 의해 생성될 수 있고, 메모리회로로서 반도체에 사용되는 메모
리회로가 TFT 주위에 구성되는 것이 기재되어 있다.

이와 같이, 상기 일본국 공개 특허 공보 제 2000-227608호 공보에는, 액정 디스플레이용 폴리실리콘 TFT 기판의 구
성이 기재되어 있다. 이는, 도30에 도시된 TFT 기판구성이, 표시부(310) 외부에 SRAM으로 구성된 화상메모리(308)
를 포함하고, 표시부(310)는 도31 및 도32에 도시되어 있는 커패시터 주위에 구성된 화소메모리를 포함하며, 상기 화
소메모리에 기억된 2진 데이터로부터 표시가 생성되는 구성이다.

    
상술한 바와 같이, 디지털 계조 방법 기술을 채용함으로써, 폴리실리콘 TFT 특성의 변동을 억제하는 것이 제안되어 있
다. 그러나, 상기 시분할 계조 방법은 PDP(plasma display panel)를 사용한 경우와 같이, 동화상의 의사윤곽의 발생
을 수반할 가능성이 있다. 상기 동화상의 의사윤곽을 다음 메카니즘(도35 참조)에 따라 설명한다. 계조레벨(31)의 배
경으로 계조레벨(32)의 패턴이 움직일 때, 시선은 파선(a)∼(d)에 의해 나타내는 바와 같이 움직이므로, 시선이 그 위
를 이동할 때 라인상의 화소에 의해 형성되는 계조 패턴을 인식할 수 있다. 예컨대, 파선 (a)를 따라가면, 시선의 이동
은 계조(1,2,4,8,32)의 점등 타이밍과 일치하기 때문에, 시선은 계조 레벨(47)을 볼 수 있다. 파선 (d)를 따라가면, 시
선의 이동은 계조(16)의 점등 타이밍에만 일치하기 때문에, 시선은 계조 레벨(16)을 볼 수 있다.
    

따라서, PDP 및 다른 장치에서, 살아있는 듯한 동화상의 의사윤곽은, 비트 웨이트(weight)가 큰 데이터를 여러 세트로 
나눠, 비트 웨이트가 적은 데이터의 전후에 상기 세트들을 표시함으로써 개선된다. 즉, 비트 웨이트가 큰 데이터가 일정
한 프레임 기간의 주기로 여러 번 출현함으로써, 동화상의 의사윤곽이 감소된다.

그러나, PDP 등에서, 상기 비트 웨이트가 큰 데이터로부터 여러 번 표시를 생성하기 위해서는, 1회의 표시마다 주사가 
필요하다.

    
또한, 미국 특허 제 4,996,523호 공보에는, 화소마다 도26의 회로가 제공되어 있는 것이 기재되어 있다. 64계조 방법
을 실현시키고 있는 최근의 액정 디스플레이의 발달과 경쟁하기 위해, PDP는 각 화소에 6비트 메모리를 필요로 한다. 
그러나, 통상의 디스플레이에서는, 3개의 (RGB)화소가 약 150[㎛]×150[㎛] - 300[㎛]×300[㎛] 정도의 제한된 
공간에 수용되고, 여기에 게이트배선, 소스배선, 전원배선 등과 함께, 도26에 도시한 것과 같이 구성된 6비트 메모리 
회로가 더 제공되어야 한다. 이는 현재의 저온 폴리실리콘 프로세스를 사용하더라도 쉽지 않다. 3비트 메모리 이상을 
설치하는 것은 불가능하다. 이러한 경우, 장치는 최대한 8계조만을 생성할 수 있어, 상품성이 부족하게 된다.
    

한편, 일본국 공개 특허 공보 제 8-194205호 공보에 따르면, 각 화소에는 1비트 메모리만 제공된다. 비록 이것이 현
재의 저온 폴리실리콘 프로세스를 사용하여 실현 가능하다고 하더라도, 정지 화상 표시를 생성할 때 장치는 상기 1비트 
메모리에 의존하기 때문에, 그 결과 2치의 정지 화상만 (RGB 칼라에 의한 멀티칼라의) 표시할 수 있다.

단, 일본국 공개 특허 공보 제 2000-227608호 공보는, 화소(표시영역)의 외부에 메모리가 배치되기 때문에, 상기 문
제가 발생하지 않는다. 그럼에도 불구하고, 표시영역의 외부에 메모리를 배치시키면 표시기판상에 추가적인 면적을 필
요로 하며, 이는 (동일한 표시면적의) 유리기판으로부터 TFT 프로세스로 제조되는 기판의 수가 적어지고, 동일한 표
시면적의 기판에 대한 제조비용이 증가됨을 의미한다.

기판에 메모리 기능을 부여하는 것의 가장 큰 장점은 저소비전력화라고 생각되며, 이는 다른 시장에 비해 휴대 기기 시
장에서 가장 경쟁력이 있다. 그러나, 상기 기술은, 동일한 표시면적을 생성하기 위해 보다 큰 기판 사이즈를 요구하기 
때문에, 소형화 및 경량화가 키 팩터인 휴대기기 시장에서는 바람직하지 않다.

    발명이 이루고자 하는 기술적 과제
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본 발명의 목적은, 새로운 주사를 행하지 않고, 비트에 대한 표시기간을 분할하는 수단으로서, 표시장치, 휴대기기 및 
기판을 제공하는 것에 있다.

본 발명의 다른 목적은, 단일 화소에 제공되는 메모리보다 다계조를 생성할 수 있는 표시기판용 회로의 구성으로서, 표
시장치, 휴대기기 및 기판을 제공하는 것에 있다.

본 발명의 또 다른 목적은, 표시영역의 외부에 메모리가 제공되는 표시기판구성에 있어서, 표시영역의 외부에 배치되는 
적은 수의 메모리를 사용하여, 사이즈는 작아지지만, 거의 동일한 수의 계조를 생성할 수 있는 표시기판용 회로의 구성
으로서, 표시장치, 휴대기기 및 기판을 제공하는 것에 있다.

상기의 목적을 달성하기 위해, 본 발명의 표시장치는, 복수의 전기광학소자를 포함하고, 상기 전기광학소자마다 메모리 
수단 및 전위유지수단을 포함하며, 상기 메모리 수단 및 상기 전위유지수단으로부터의 출력을 사용하여 상기 전기광학
소자에 의한 표시 동작이 제어되는 것을 특징으로 하고 있다.

상기의 목적을 달성하기 위해, 본 발명의 표시장치는, 복수의 전기광학소자를 포함하고, 상기 전기광학소자마다 제공되
는 메모리 수단을 포함하며, 상기 전기광학소자 및 메모리 수단이 각각 전원선을 갖는 것을 특징으로 하고 있다.

상기의 목적을 달성하기 위해, 본 발명의 휴대기기는, 상기 휴대기기가 상기 표시장치를 포함하는 것을 특징으로 하고 
있다.

상기의 목적을 달성하기 위해, 본 발명의 기판은, 복수의 전극을 포함하며, 상기 기판은: 상기 전극마다 제공되는 메모
리 수단 및 전위유지수단; 및 상기 기억수단 및 상기 전위유지수단으로부터의 출력을 사용하여 상기 전극에 인가되는 
전압 또는 전류를 제어하는 수단을 포함하는 것을 특징으로 하고 있다.

    
따라서, 각 화소가 기억수단(메모리) 및 전위유지수단(커패시터)을 갖는 구성에 의해, 화소에 제공된 메모리보다 많은 
다계조표시를 할 수 있다. 또한, 화소에 제공되는 메모리 사이에서 스위칭함으로써, 외부로부터 데이터를 더 수신하지 
않고도, 표시를 생성하기 위해 영상이 절환가능하게 선택된다. 또한, 제1 메모리 소자는 최대 계조 데이터에 대응하는 
전압을 유지하는 것이 가능하고, 상기 데이터에 대한 전압인가시간을 전압의 인가시에 분할할 수 있기 때문에, 동화상
의 의사윤곽을 억제할 수 있다.
    

본 발명의 또 다른 목적, 특징, 및 우수한 점은, 이하에 나타낸 기재에 의해 충분히 이해될 것이다. 또한, 본 발명의 이
점은, 첨부도면을 참조한 설명으로 명백하게 될 것이다.

    발명의 구성 및 작용

〔실시예 1〕

도1을 참조하여 본 발명의 실시예를 설명하면, 이하와 같다.

    
도1은, 본 발명의 제1 수단의 제1 구성인 화소 Aij의 등가회로를 도시한다. 상기 등가회로는, TFT(박막 트랜지스터, 
제1 스위칭 소자)(6)의 소스단자에 신호라인으로서의 데이터배선 Sj가 접속되어 있고, TFT(6)의 드레인 단자에 TF
T(제2 스위칭 소자)(21)의 소스단자 및 전위유지수단으로서도 기능하는 액정소자(전기광학소자)(23)의 화소전극이 
접속되어 있는 구성이다. 상기 TFT(21)의 드레인 단자에는, 스태틱 메모리소자인 메모리회로(제1 메모리소자)(9)가 
접속되어 있다.
    

상기 TFT(6)가 필요한 이유는, 데이터배선 Sj가 전기광학소자와 1 대 1 대응이 되지 않기 때문이다. 데이터배선 Sj가 
전기광학소자와 1 대 1 대응하도록 구성되는 경우, 상기 TFT(6)는 불필요하다.
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이러한 메모리회로(9)를 형성하기 위해, 본 실시예는, CGS(Continuous Grain Silicon) TFT 제조 프로세스를 채용한
다. 상기 프로세스에 대한 세부 사항에 대해서는, 예컨대 일본국 공개 특허 공보 제 8-250749호 공보를 참조하고, 상
세한 설명을 생략한다.

    
상기 액정소자(23)의 표시상태를 제어하기 위해, 액정소자(23)의 대향 전극의 전위(Vref)를 GND로 유지하는 동안, 
TFT(6) 및 TFT(21)는 ON으로 절환되고, 즉 상기 소스-드레인 전류가 그 안에 흐르도록 야기되며, 상기 액정소자(
23)의 화소전극 및 메모리회로(9)에 최상위 비트 데이터가 인가된다. 여기서, 최상위 비트 데이터는 VDD 또는 GND
의 2진 데이터이다. TFT(6)를 ON으로 절환하기 위해, TFT(6)의 게이트단자에 접속되어 있는 주사선에 선택전압이 
인가된다. TFT(21)를 ON으로 절환하기 위해서는, TFT(21)의 게이트단자에 접속되어 있는 제어선 Cibit2에 선택전
압이 인가된다.
    

본 실시예에서, TFT의 소스단자 및 드레인 단자 사이에는 엄밀한 구별이 없기 때문에, 상기 TFT의 소스단자 및 드레
인 단자는 서로 교환 가능하다.

또한, TFT(6)를 ON으로, TFT(21)를 OFF로 유지하는 동안, 액정소자(23)의 화소전극에는 하위비트와 동일한 계조
에 대한 전압이 인가된다.

그 후, TFT(6)는 OFF로 절환되고, TFT(21)는 ON으로 절환되어, 상기 메모리회로(9)에 저장된 최상위비트의 데이
터를 액정소자(23)에 인가한다.

일단 상기 구동에 의해 메모리회로(9)내에 유지되면, 최상위 비트 데이터는 도중의 비트에 의해서도, 프레임당 여러 번, 
액정소자(23)에 인가될 수 있다.

단, 상기 표시기간과 상이한 프레임 기간에서는, 전위 Vref로서 VDD 전위를 인가하여, 액정소자(23)에 인가되는 전압
을 TFT(6), TFT(21)를 통해 VDD와 GND 사이에서 절환함으로써, ac 전위가 액정소자(23)에 인가될 수 있다.

또한, 정지 화상 표시를 생성하기 위해서는, 화소에 배치될 수 없는 비트데이터가 화소의 외부로부터 상기 액정(전위유
지수단)에 공급되어야 한다. 이것에 의해, 화소의 기억수단이 1비트 계조 방법만을 다룰 수 있는 경우에도, 2비트 이상
의 계조가 생성되는 효과를 나타낸다.

또한, 상기 구동의 장점에 의해, 액정은 시분할 계조 방법 가능성을 갖는다. 그러나, 액정의 응답이 느리기 때문에, 동화
상의 의사윤곽이 좀처럼 눈에 띄지 않는다(강유전성 액정 등의 고속 액정상에서는 명백히 눈에 띈다). 고속 액정에 의
하면, 상기 구동은 동화상의 의사윤곽을 억제하는데 효과적이다.

또한, 도1에서, 액정표시소자(23)에 병렬로 들어가는 TFT(24)(제6 스위칭소자) 및 TFT(24)의 ON/OFF를 스위칭
하는 제어선 Cibit1은, 상기 액정소자(23)에 인가되는 전압을 0으로 설정하고, 상기 계조 기간의 길이를 조정하여, 계
조 직선성을 개선시키기 위해 제공된다.

또한, 도1에서, 메모리회로(9)는, p형 TFT(11)와 n형 TFT(12)에 의해 형성되는 제1 인버터회로가 p형 TFT(13)와 
n형 TFT(14)에 의해 형성되는 제2 인버터회로에 접속되어, 일방의 출력이 타방의 입력이 되는 스태틱 메모리 구성을 
갖는다.

따라서, 메모리회로(9)로서, VDD 전위로의 접속을 제어하는 TFT(13)와, GND 전위로의 접속을 제어하는 TFT(14)
가 포함된다.

또한, 주사배선 Ci에 접속되어 있는 p형 TFTx의 게이트단자에 의해, 제2 인버터회로의 출력단자와 제1 인버터회로의 
입력단자 사이에 새로운 p형 TFTx가 배치될 수 있다(소스단자가 제2 인버터회로의 출력단자에 접속되고, 드레인 단자
가 제1 인버터회로의 입력단자에 접속된다).
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이러한 경우, 도통 상태의 TFT(6)에 의해, 데이터배선 Sj의 데이터가 메모리회로(9)에 취입될 때, p형 TFTx는 비도
통 상태로 변화하고, 제2 인버터회로의 출력은 제1 인버터회로의 입력에 영향을 주지 않기 때문에, 메모리회로(9)로의 
데이터설정을 용이하게 한다. TFT(6)가 비도통 상태로 되면, p형 TFT는 도통상태로 변화하고, 제2 인버터회로의 출
력이 제1 인버터회로의 입력단자에 공급되어, 메모리회로(9)의 데이터가 유지된다.

또한, 상기 VDD 전위와 GND 전위 중 일방이 ON 휘도 설정 전위이면, 나머지 일방은 OFF 휘도 설정 전위를 나타낼 수 
있으며: 액정소자(23)가 통상의 화이트 모드에서 동작하는지 또는 통상의 블랙 모드에서 동작하는지, 즉 투과상태가 " 
ON" 을 나타내는지 또는 비투과상태가 " ON" 을 나타내는지에 의존하여, 설정이 변경된다.

〔실시예 2〕

    
도2는, 본 발명의 제1 수단의 제2 구성인 화소 Aij의 등가회로를 도시한다. 등가회로는 TFT(제1 스위칭 수단)(63)를 
포함하여, 상기 TFT(63)의 소스단자에는 신호라인으로서의 데이터배선 Sj가 접속되고, TFT(63)의 드레인 단자에는 
커패시터(전위유지수단)(65)가 접속되어 있다. 또한, 등가회로는 TFT(제4 스위칭수단)(64)를 포함하여, 상기 TFT
(64)의 소스단자에는 신호라인으로서의 데이터배선 Sj가 접속되고, TFT(64)의 드레인 단자에는 메모리소자(기억수
단)(9)의 입력단자가 접속되어 있다. TFT(63)의 게이트단자에는 주사선 Cia가 접속되어 있고, TFT(64)의 게이트단
자에는 주사선 Cib가 접속되어 있다.
    

이 메모리소자(9)는, 도1의 메모리소자(9)와 동일하며, p형 TFT(11)와 n형 TFT(12)에 의해 형성되는 인버터가 p
형 TFT(13)와 n형 TFT(14)에 의해 형성되는 다른 인버터에 접속되어, 일방의 출력이 타방의 입력이 되는 스태틱 메
모리 구성을 갖는다.

상기 메모리소자(9)의 출력단자(도2에서는 입력단자로서도 기능함)에는 커패시터(66)가 접속되어 있다.

상기 커패시터(65,66)의 타방 단자에는 전기광학소자인 액정소자가 공통으로 접속되어 있다. 상기 액정소자의 나머지 
단자에는 대향 전극의 전위 Vref가 접속되어 있다.

    
상기 액정에 인가되는 전압은 편의상 Vref = GND로 나타낸다. 커패시터(65)의 용량은 C65, 커패시터(66)의 용량은 
C66, 액정의 용량은 Clc라고 가정한다. 기억수단(9)으로부터의 출력이 GND 전위일 때, 데이터배선 Sj로부터 커패시
터(65)에 인가되는 전압이 GND 전위이면, 액정에 인가되는 전압은 0[V]이다. 데이터배선 Sj로부터 커패시터(65)에 
인가되는 전압이 VDD이면, 액정에 인가되는 전압은 VDD × C65 / (Clc+C66+C65) [V]로 주어진다. 기억수단(9)으
로부터의 출력이 VDD 전위일 때, 데이터배선 Sj로부터 커패시터(65)에 인가되는 전압이 GND 전위이면, 액정에 인가
되는 전압은 VDD × C66 / (Clc+C66+C65) [V]로 주어진다. 데이터배선 Sj로부터 커패시터(65)에 인가되는 전압
이 VDD이면, 액정에 인가되는 전압은 VDD × (C65+C66) / (Clc+C66+C65) [V]로 주어진다.
    

    
따라서, Clc에 비해 C65 및 C66을 상대적으로 큰 값으로 설정하고, 전원 전압 VDD를 적절한 값으로 설정함으로써, 상
기 액정(67)을 사용하여 계조 방법이 생성될 수 있다. 즉, 본 실시예는, 기억수단 또는 전위유지수단에 기억된 데이터
의 웨이트에 대응하여 생성되는 전압을 인가하는 것에 의해, 전기광학소자가 구동되어 표시를 생성하는 경우와 동일하
다. 이러한 경우에도, 상기 데이터배선 Sj가 기억수단(9) 및 전위유지수단(65)과 1대1 대응이 되면, TFT(63,64)는 
불필요하다. 이러한 경우, 화소에 배치될 수 없는 비트데이터는, 화소의 외부로부터 상기 전위유지수단인 액정(65)에 
시분할 방법으로 공급된다. 이에 의해, 화소에 배치된 기억수단이 단지 메모리회로(9)의 1비트에 대해서만 있는 경우
에도, 2비트 이상의 계조가 생성될 수 있다(본 발명의 제2 목적)는 장점이 있다.
    

〔실시예 3〕
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도3은, 본 발명의 제1 수단의 제2 구성인 화소 Aij의 등가회로를 도시한다. 상기 등가회로는, TFT(제1 스위칭수단)(
63)의 소스단자에 신호라인으로서의 데이터배선 Sj가 접속되어 있고, TFT(63)의 드레인 단자에 스태틱 메모리(전위
유지수단)(68)의 입력단자가 접속되어 있으며, TFT(제4 스위칭수단)(64)의 소스단자에 신호라인으로서의 데이터배
선 Sj가 접속되어 있고, TFT(64)의 드레인 단자에 스태틱 메모리(기억수단)(69)의 입력단자가 접속되어 있는 구성이
다. TFT(63)의 게이트단자에는 주사선 Cia가 접속되어 있고, TFT(64)의 게이트단자에는 주사선 Cib가 접속되어 있
다.
    

전위유지수단(68)의 출력단자는 p형 TFT(제5 스위칭소자)(70)의 소스단자에 접속되어 있고, TFT(70)의 드레인 단
자는 유기 LED 디스플레이(8)와 결합하여 전기광학소자를 형성하는 TFT(7)의 게이트단자에 접속되어 있다. 기억수
단(69)의 출력단자는 n형 TFT(제5 스위칭소자)(71)의 소스단자에 접속되어 있다. TFT(71)의 드레인 단자는 유기 
LED 디스플레이(8)(후술함)와 결합하여 전기광학소자를 형성하는 TFT(7)의 게이트단자에 접속되어 있다.

상기 TFT(70,71) 중 일방은 n형 TFT이고, 타방은 p형 TFT이다. 따라서, 공통 제어선 Cibit1에 상기 게이트단자를 
접속시키는 것에 의해, 제어선 Cibit1이 하이이면, TFT(71)가 도통상태로 되고, 제어선 Cibit1이 로우이면, TFT(70)
가 도통상태로 된다.

또한, 도3의 TFT(70,71)가 모두 n형 TFT이면, TFT(71)의 게이트단자에 접속되는 제어선은, TFT(70)의 게이트단
자에 접속되는 제어선 Cibit1과 상이하다.

따라서, 전자의 경우(도3에 도시된 예)에는 제어선의 배선수가 적어지는 장점이 있지만, TFT(70,71)의 문턱치 특성
의 변동에 의해, 양 TFT 사이에 도통이 가능하게 되는 위험성이 있다.

이와 달리, 후자의 경우에는, TFT(70,71)가 독립하여 제어된다. TFT를 독립하여 제어하면, TFT(70,71)의 문턱치 
특성이 변동하는 경우에도, 양 TFT가 동시에 도통되지 않는 것이 가능하다.

또한, 이러한 경우에는, 전기광학소자가 p형 TFT(7)와 유기 LED 디스플레이(8)에 의해 형성되고, TFT(7)의 소스단
자는 전원선 VDD에 접속되어 있다. TFT(7)의 드레인 단자는 유기 LED 디스플레이(8)(이 구성에 관해서는 후술함)
의 양극에 접속되어 있다. 상기 유기 LED 디스플레이(8)의 음극은 GND에 접속되어 있다.

따라서, 도4에 도시된 바와 같이 주사가 행해진다. 또한, 도4에서, 3)∼16)은 주사선을 나타내며, 실선으로 나타낸 주
사는 데이터배선 Sj로부터의 데이터 취입이고, 파선으로 나타낸 주사는 기억수단으로부터의 데이터 취입이다.

특히, 1프레임 기간 Tf가 복수의 주사기간 Ts로 분할되어, 우선 최상위비트의 데이터가 기억수단(69)에 기입되어, 제
어선 Cibit1이 하이로 절환되고 TFT(71)가 도통상태로 되므로, 기억수단(69)의 출력이 TFT(7)의 게이트전극에 공
급된다. 따라서, 이 기간동안에는, 최상위비트의 데이터에 따른 전류가 유기 LED 디스플레이(8)를 통해 흐른다.

다음에는, 최하위비트의 데이터가 전위유지수단(68)에 기입되어, 제어선 Cibit1이 로우로 절환되고 TFT(70)가 도통
상태로 되므로, 전위유지수단(68)의 출력이 TFT(7)의 게이트 전극에 공급된다. 따라서, 이 기간동안에는, 최하위 비
트의 데이터에 따른 전류가 유기 LED 디스플레이(8)를 통해 흐른다.

그러나, 하위비트에 의하면, 상기 주사기간 Ts에 비해 하위비트의 표시기간이 짧아질 수 있다. 따라서, 나머지 시간동
안에는, 제어선 Cibit1이 하이로 절환되고 TFT(71)가 도통상태로 되므로, 기억수단(69)으로부터의 출력이 TFT(7)
의 게이트전극에 공급된다.

따라서, 최상위비트의 데이터에 따라 전류가 유기 LED 디스플레이(8)를 통해 흐르는 기간이 서브기간으로 분할된다. 
상기 서브기간의 총합이 상기 최상위비트의 웨이트에 비례하도록 행해진다.

이 구동은, 시분할 계조 방법을 생성하기 위해 유기 LED 디스플레이(8)가 사용될 때 관측되는 동화상의 의사윤곽을 억
제하는 효과가 있다.
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또한, 본 실시예는, 기억수단 또는 상기 전위유지수단에 기억되어 있는 데이터의 웨이트에 대응하는 기간동안, 기억수
단 또는 상기 전위유지수단으로부터의 출력이 상기 전기광학소자에 공급되는 경우와 동일하다.

또한, 화소 외부로부터의 비트데이터가 상기 전위유지수단인 스태틱 메모리(68)에 공급되는 것에 의해, 화소에 배치된 
기억수단(69)이 단지 1비트에 대한 경우라도, 2비트 이상의 계조가 생성될 수 있는 효과가 있다.

또한, 본 실시예에서와 같이, 데이터가 디지털 데이터로서 화소에 전송되는 경우에는, 아날로그적인 전압이 화소에 전
송되는 경우에 비해, 데이터의 전송 횟수가 비트수의 배수가 되는 문제가 발생한다.

그러나, 아날로그적인 전압이 화소에 전송되는 경우에는, 전기광학소자를 구동하기 위해 전압이 신호배선 Sj에 전송될 
필요가 있다. 이를 위해서는, 예컨대 10V의 전압진폭이 필요하다.

한편, 2진의 디지털 데이터가 화소에 전송될 때에는, 간단한 전압레벨변환회로가 화소에 제공될 수 있다. 이는, 예컨대 
10V의 전압진폭이 전기광학소자에 인가되는 경우에도, 신호배선 Sj에 전송되는 전압을 약 3V 정도로 낮게 유지할 수 
있음을 의미한다.

소비전력은 전압의 제곱에 비례하기 때문에, 아날로그 계조에 의해 10V의 전압이 1회 전송되는 경우의 소비전력을 1
0×10×1 = 100으로 취하면, 디지털 계조에 의해 3V의 전압이 8회 전송될 때의 소비전력은 3 × 3 × 8 = 76으로 
감소한다.

    
도5는, 이러한 전압변환회로의 예를 도시한다. 도5에서, 전압변환회로(97)에는, p형 TFT Q14와 n형 TFT Q15에 의
해 형성되는 제1 인버터와, p형 TFT Q16과 n형 TFT Q17에 의해 형성되는 제2 인버터를 포함하는 스태틱 메모리 구
성이 채용되어, 신호배선 Sj를 통해 입력된 데이터로부터, 상기 정극성 데이터와 반전극성데이터가 생성된다. 상기 2개
의 데이터 세트 중 일방은 p형 TFT Q18과 n형 TFT Q19에 의해 형성되는 제3 인버터의 n형 TFT Q19의 게이트전극
에 인가되고, 타방의 데이터 세트는 p형 TFT Q20과 n형 TFT Q21에 의해 형성되는 제4 인버터의 n형 TFT Q21의 
게이트전극에 인가된다. P형 TFT(18,20)는, 일방의 출력이 타방의 게이트 전극에 공급되도록 접속되어 있다.
    

따라서, n형 TFT Q19 또는 21의 게이트전극이 VCC의 전압을 갖게 되어 도통상태로 됨에 따라, 상기 도통하는 인버터
의 출력은 GND 전위가 된다. 이에 의한 결과로서, p형 TFT Q18 또는 20 중 어느 일방의 게이트단자는 GND 전위로 
되고, 비도통상태이던 n형 TFT측에 위치한 p형 TFT는 도통상태로 된다. 상기 측의 인버터로부터의 출력은 VDD로 된
다. 따라서, VCC로부터 VDD로 전압변환이 완성된다.

    
전압의 관점에서 변환된 이 데이터는, 주사배선 Ci가 선택상태로 되고 제어배선 Cibit1이 하이일 때, 메모리(9)에 기입
된다. 전압변환회로(97)는 전위유지수단으로서도 기능한다. 이는, 상기 전압변환회로(97)를 통과한 후에만 새로운 데
이터가 메모리회로(9)에 기입될 수 있어서, 상기 전압변환회로(97)는 기억수단이라기보다는 전위유지수단으로서 생각
되어야 하기 때문이다. 또한, 주사배선 Ci는 비선택상태로 되고, 제어배선 Cibit1은 로우일 때, 전위유지수단인 상기 전
압변환회로(97)로부터의 출력은 전기광학소자인 TFT(15)에 인가된다. 또한, 제어배선 Cibit1이 하이일 때, 기억수단
인 메모리회로(9)로부터의 출력은 전기광학소자인 TFT(15)에 인가된다.
    

이와 같이, 화소마다 전압변환회로를 제공하는 것에 의해, 시분할 계조 방법으로 소비전력이 감소된다.

[실시예 4]

    
도6은, 본 발명의 제1 수단의 제2 구성인 화소 Aij의 등가회로를 도시한다. 등가회로는, TFT(제1 스위칭수단)(63)의 
소스단자에 신호라인으로서의 데이터배선 Sj가 접속되어 있고, TFT(63)의 드레인 단자에 커패시터(전위유지수단)(
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74), 및 전기광학소자를 형성하는 TFT(72)의 게이트단자가 접속되어 있는 구성이다. 또한, TFT(제4 스위칭수단)(6
4)의 소스단자에는 신호라인으로서의 데이터배선 Sj가 접속되어 있고, TFT(64)의 드레인 단자에는 스태틱 메모리(기
억수단)(9)의 입력단자가 접속되어 있다. TFT(63)의 게이트단자에는 주사선 Cia가 접속되어 있고, TFT(64)의 게이
트단자에는 주사선 Cib가 접속되어 있다.
    

기억수단(9)의 출력단자는 전기광학소자를 형성하는 TFT(73)의 게이트단자에 접속되어 있다. 이 경우, 전기광학소자
는 p형 TFT(72,73)와 유기 LED 디스플레이(8)에 의해 형성되어 있고, TFT(72,73)의 소스단자는 전원선 VDD에 
접속되어 있고, TFT(72,73)의 드레인 단자는 유기 LED 디스플레이(8)(상기 유기 LED 디스플레이의 구성은 후술함)
의 양극에 접속되어 있다. 상기 유기 LED 디스플레이(8)의 음극은 GND에 접속되어 있다.

따라서, 도6의 신호선 Sj에 화소 Aij의 최상위비트의 데이터가 공급되고 있는 동안, 주사선 Cib를 선택상태로 하는 것
에 의해, 상기 데이터가 기억수단(9)에 취입된다. 화소 Aij의 최하위비트의 데이터는 시분할 방법으로 신호선 Sj에 공
급되고, 그 기간 동안 주사선 Cia를 선택상태로 하는 것에 의해, 상기 데이터가 커패시터(74)에 취입된다.

TFT(72)는, 커패시터(74)가 하이일 때는 도통이 중지되고, 로우일 때는 도통이 개시된다. TFT(73)는, 기억수단(9)
이 하이일 때는 도통이 중지되고, 로우일 때는 도통이 개시된다. 상기 TFT(72,73)는 동일한 구성(사이즈)을 공유하도
록 제조되기 때문에, 양방 모두 도통상태로 되면, 일방만이 도통상태로 되는 경우에 비해 전류가 2배로 된다.

    
따라서, 화소 Aij의 최하위데이터가 커패시터(74)에 인가되는 간격을, 상기 비트의 웨이트에 따라 제어함으로써, 계조 
방법이 생성될 수 있다. 이 경우, 본 실시예는 기억수단 또는 전위유지수단에 기억되어 있는 데이터의 웨이트에 따라 전
류가 발생되어, 전기광학소자를 표시하는 경우와 동일하다. 이러한 경우에도, 상기 데이터배선 Sj가 기억수단(9) 및 전
위유지수단(65)과 1대1 대응이 되면, 상기 TFT(63,64)는 불필요하다. 이 경우에도, 화소에 배치될 수 없는 비트데이
터가 화소의 외부로부터 커패시터(전위유지수단)(74)에 공급될 수 있으므로, 화소의 기억수단이 단지 1비트 계조 방
법만을 취급할 수 있는 경우에도, 2비트 이상의 계조를 생성하는 효과가 있다.
    

〔실시예 5〕

도7은, 본 발명의 제1 수단의 제1 구성인 화소 Aij의 등가회로를 도시한다. 도12는, 본 발명의 제2 수단인 표시영역(화
소)의 외부에 제2 메모리소자(메모리어레이)를 포함하는 블록회로구성을 도시한다. 또한, 설명의 편의상, 상기 실시예
와 동일한 구성 및 기능을 갖는 본 실시예의 소자에는 동일한 참조 부호를 부기하고, 그 설명을 생략한다.

여기서는 유기 LED 디스플레이 등의 자발광소자가 사용되기 때문에, 상기 자발광소자 구동용 TFT는 전하이동도가 큰 
실리콘 프로세스에 의해 제조된다. 즉, 본 실시예에 사용되는 TFT를 제조하기 위해, 실시예 1-4와 같이 CGS TFT 제
조 프로세스가 채용된다.

    
도7은 화소 Aij의 등가회로를 도시한다. 상기 등가회로는, TFT(제1 스위칭소자)(6)의 소스단자에 데이터배선 Sj가 
접속되어 있고, TFT(6)의 드레인 단자에 TFT(제2 스위칭소자)(21)의 소스단자, TFT(제3 스위칭소자)(20)의 소스
단자, 및 전기광학소자를 형성하는 TFT(7)의 게이트단자가 접속되어 있는 구성이다. 또한, 상기 TFT(21)의 드레인 
단자에는 스태틱 메모리 회로(기억수단)(9)가 접속되어 있고, TFT(20)의 드레인 단자에는 커패시터(전위유지수단)
(22)가 접속되어 있다.
    

    
또한, 도7의 구성에는, 제3 스위칭소자인 TFT(20)가 필요하다. 상기 TFT(20)는, 메모리소자(9)로부터의 출력이 T
FT(7)의 게이트전극에 인가될 때, 커패시터(22)의 전위를 유지하기 위해 제공된다. 또한, 상기 TFT(20)는, 메모리소
자(9)의 출력이 TFT(7)의 게이트단자에 공급될 때, 커패시터(22)의 전하에 의해 메모리소자(9)의 기억상태가 변화
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하지 않도록 제공된다. 이에 의해, 커패시터(22)에 기억된 정보가 유지되기 때문에, 커패시터(22)는 마치 다이나믹 메
모리를 채용한 기억수단처럼 동작하고, TFT(7)의 게이트전극의 부유 용량은 마치 전위유지수단처럼 동작한다.
    

따라서, 상기 TFT(20)가 제공되면, 커패시터(22)는 엄밀한 의미에서 본 발명의 수단(1)의 전위유지수단이 되지 않는
다.

그럼에도 불구하고, TFT(7)의 게이트전극의 부유용량이 충분하지 않고, 주위 배선에 의해 영향을 받아 전위가 변동하
며, 커패시터(전위유지수단)(22)가 기억수단으로부터 챠지업되는 경우에도, 커패시터(22)의 전하가 교환되기 때문에 
전력이 소비되는 것을 고려하면, 이러한 문제의 발생을 방지하기 위해서는, 제3 스위칭소자로서의 TFT(20)를 전위유
지수단으로서의 커패시터(22)에 직렬로 삽입하여, 본 발명의 전위유지수단을 형성한다.

이러한 목적을 고려하면, 상기 제3 스위칭소자는 도7에서와 같이 TFT(7)의 게이트전극과 커패시터(22) 사이에 배치
되어도 좋고, 커패시터(22)와 GND 사이에 배치되어도 좋다. 어느 경우에도, TFT(20)가 비도통상태로 될 때, 커패시
터(22)의 전하가 변화되지 않는다.

TFT(20)의 게이트단자에는 제어선 Cibit1이 접속되어 있고, TFT(21)의 게이트단자에는 제어선 Cibit2가 접속되어 
있다.

본 실시예에서는, TFT(7)에 의해 구동되는 전기광학소자로서, 유기 LED 디스플레이가 사용된다. 도8은 인가전압 V 
및 전류 I의 관점에서 소자의 특성을 도시한다. 도8은, 유기 LED 소자의 I-V 정(static)특성 (linear)을 도시한다. 또
한, 유기 LED 디스플레이의 일반적인 구조가 도9a에 도시되어 있다.

도9a에 도시된 바와 같이, 양극(32), 유기 다층막(34)(정공주입층(35), 정공수송층(36), 발광층(37), 전자수송층(
38)), 및 음극(33)이 이러한 순서로 기판(31)상에 적층되는 층구조(39)가 사용된다.

또한, 도9b는 발광층(37) 구조의 일례인 비페닐(출광흥산의 DPVBi)을 도시한다.

또한, 본 실시예는 바람직한 조합으로 설명되고 있기 때문에, 본 발명의 전기광학소자의 전원선, 및 기억수단의 전원선
이 별도로 배선되어 있는 경우의 실시예이기도 하다. 즉, 도7에서는, 메모리회로(9)로서, 게이트 ON 전원배선(전압 V
on)과 게이트 OFF 전원배선(전압 Voff)이 전원배선이고, 유기 LED 디스플레이 구동용 전원 VDD로부터 전압이 독립
하여 설정될 수 있는 구성이 제공되어 있다.

이하, 본 실시예의 전압설정에 관해 설명한다. 본 발명의 계조 방법에 따르면, 화소마다 별도의 스태틱 메모리를 갖거나, 
화소 외부에 SRAM(static random access memory)이 포함된 구성을 사용하는 것이 바람직하다.

    
본 발명의 종래의 기술에서 도입된 일본국 공개 특허 공보 제 2000-227608호 공보는, 상기 화소 외부에 SRAM을 포
함하는 구성의 일례이다. 도30은, 상기 공개 특허 공보에 의해 기재되어 있는 TFT 기판구성으로서, 앞서 언급한 바와 
같이, SRAM으로 구성된 화상메모리(308)가 표시부(310)의 외부에 제공되고, 표시부(310)가 도31 및 도32에 도시
된 커패시터에 의해 구성되는 화소메모리를 가져, 이 화소메모리에 기억된 2진 데이터로부터 표시를 생성하는 구성을 
도시한다.
    

화소마다 상이한 메모리를 포함하는 상기 구성에서, 상기 메모리의 출력전압은, 유기 LED 디스플레이를 구동하기 위한 
TFT의 게이트전극에 인가된다. 이제부터, 상기 표시를 안정시키기 위해, 어떠한 종류의 게이트전압이 필요한지에 관해 
설명한다.

도10은, 인가전압 대 전류특성이 도8에 도시되어 있는 유기 LED 디스플레이 구동용 TFT와 직렬로 접속되어 있는 구
성에서, 구동용 TFT의 게이트전압 Vgate와 유기 LED 디스플레이를 통해 흐르는 전류의 특성 Ioled의 관계를 시뮬레
이션한 결과를 도시한다.
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도10으로부터 알 수 있듯이, 유기 LED 디스플레이 등의 자발광소자에서는, 구동용 TFT의 게이트전압이 -5V인지 또
는 -2V인지에 따라, 유기 LED 디스플레이에 흐르는 전류치가 변화된다.

즉, 상기 메모리가 통상의 논리출력전압(VDD,GND)을 출력하는 경우에도, 상기 유기 LED 디스플레이를 구동하기 위
해 TFT의 게이트전극에 인가되는 전압으로서는 불충분하다.

또한, 일본국 공개 특허 공보 제 2000-227608호 공보에 기재되어 있는 회로구성(도31 참조)에 의하면, 커패시터(4
06)에 기억되어 있는 전하의 변화에 의해, 구동용 TFT(407)의 게이트전압이 변화하고, 발광휘도가 변화한다. 이는 도
32에서도 동일하다.

    
본 발명의 종래의 기술에서 도입된 일본국 공개 특허 공보 제 8-194205호 공보는, 화소마다 상이한 스태틱 메모리를 
포함하는 구성으로서, 앞서 언급한 바와 같이, 상기 공보에 기재되어 있는 TFT 기판구성(도29 참조)이 화소마다 상이
한 스태틱 메모리(206)를 포함하여, 상기 화소메모리에 기억되어 있는 데이터로부터 2진 표시를 생성하는 구성의 일례
이다. 이 구성에서는, 구동용 TFT(214)의 게이트전압으로서, 논리회로의 전원 전압 VDD 또는 GND 전압이 직접 사용
되고 있다. 유기 LED 디스플레이 등의 자발광소자를 구동 하기 위해서는, 도10의 구동용 TFT의 게이트전압 V와 유기 
LED 디스플레이를 통해 흐르는 전류의 특성 I의 관계에서, V-I 특성의 변화가 적은 곳에서 전압 및 전류를 선택하는 
것이 바람직하다.
    

이는, 유기 LED 디스플레이 등의 자발광소자용 구동용 TFT에서는, 게이트전압의 변동이 발광 휘도의 변화로 되기 때
문이다. 그러나, 상기 전원 전압 VDD 또는 GND가 직접 사용되는 구성에서는, 적절한 전압의 선택이 불가능하다.

이와 달리, 본 실시예의 구성에 의하면, 이하에 설명한 바와 같이, 상이한 화소마다 상이한 메모리를 포함하는 표시장치
에 적절하고, 또한 유기 LED 디스플레이 등의 자발광소자에 사용될 때 안정된 휘도 특성을 갖는 화소메모리회로를 얻
을 수 있다.

도10은, 도7에 도시되어 있는 유기 LED 디스플레이 구동용 p형 TFT(7)와 도8에 V-I 특성이 도시되어 있는 유기 L
ED 디스플레이(8)의 결합에서, 전원 전압 VDD가 대략 6V일 때, p형 TFT(7)의 게이트전압 V와 유기 LED 디스플레
이(8)를 통해 흐르는 전류 I의 관계를 시뮬레이션하는 것에 의해 얻어지는 V-I 특성을 도시한다.

도10으로부터 알 수 있듯이, 약 4V 이상의 p형 TFT(7)의 게이트 OFF 전압은 만족할만한 0㎂를 발생시키지만, 0V의 
게이트 ON 전압은 불충분하고, 약 -5V 이하의 게이트 ON 전압은 안정된 0.8㎂ 정도를 발생시킨다.

예컨대, 게이트 OFF 전압을 Voff = 5V로, 게이트 ON 전압 Von의 변동폭을 (게이트 ON 전압: Von - 게이트 OFF 
전압: Voff) × (1 ± 0.1)로 취하면, 0-V 게이트 ON 전압은 휘도 변동이 약 ±3%로 되지만, -5V 게이트 ON 전압
은 휘도 변동이 약 ±1%로 작아진다.

유기 LED 디스플레이 구동용 TFT의 게이트전압은 주변 배선에 의한 부유용량에 의해 변동하기 때문에, 작은 휘도 변
동을 생성하는 전압 등으로 유기 LED 디스플레이 구동용 TFT의 게이트 ON 전압을 설정하면 효과적이다.

이와 같이, 본 발명의 수단(2)인 화소마다 제공되는 스태틱 메모리소자의 출력단인 인버터회로의 2개의 TFT(트랜지
스터) 중 일방의 소스단자를 ON 휘도 설정 배선에 접속하고, 타방의 TFT(트랜지스터)의 드레인 단자를 OFF 휘도 설
정 배선에 접속함으로써, 스태틱 메모리소자의 출력전위를 적절한 ON 전위 또는 OFF 전위로 할 수 있다.

상기 구성은, 본 발명의 수단(1)뿐만 아니라, 일반적으로 화소마다 스태틱 메모리소자를 포함하는 구성에서도 효과적
이다.

따라서, 본 실시예에서는, 유기 LED 디스플레이 구동전압은 +6V, 게이트 ON 전압 Von은 -5V, 게이트 OFF 전압 V
off는 +5V로 설정한다.
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즉, 도7에서, 게이트 OFF 전원배선(전압 Voff)은 약 5V의 전원배선이고, 게이트 ON 전원배선(전압 Von)은 약 -5V
의 전원배선이다. 상기 게이트 OFF 전압배선(전압 Voff)은 p형 TFT(13)를 통해 구동용 TFT(7)의 게이트배선에 접
속되고, 게이트 ON 전압배선(전압 Von)은 n형 TFT(14)를 통해 구동용 TFT(7)의 게이트 배선에 접속된다.

이러한 회로구성을 사용하면, 적절한 ON 및 OFF 전압이 유기 LED 디스플레이 구동용 TFT의 게이트배선에 공급될 수 
있다. 또한, 도7의 p형 TFT(13)와 n형 TFT(14)는 인버터회로를 형성한다. 따라서, p형 TFT(11)와 n형 TFT(12)
에 의해 다른 인버터회로를 형성하고, 또한 일방의 게이트전극을 타방의 출력 단자에 접속시키거나 또는 거꾸로 접속시
키는 것에 의해, 스태틱 메모리가 메모리회로(9)에 기초하여 형성될 수 있다.

도11은, 유기 LED 소자(8)의 표시상태를 제어하는 방법을 도시한다.

특히, 1프레임 기간 TF 중 최초의 기간 T0내에, 전원 VDD를 GND 전위(또는 GND 전위 이하, 예컨대 -6V)로 하고, 
제어선 Cibit2를 선택상태로 하는 것에 의해, TFT(21)가 도통상태로 되고, TFT(6)(또는 상기 소스-드레인)는 1주
사선마다 순차적으로 도통상태로 되어, 모든 주사선의 화소의 메모리회로에는 최상위비트의 데이터가 기억된다.

그 후, 기간 16T1내에, 전원 VDD는 +6V로 설정하고, 상기 유기 LED 디스플레이 구동용 TFT(7)의 게이트전극에는 
메모리회로(9)에 기억된 데이터에 대응하는 전압 Von 또는 전압 Voff가 인가된다.

그 후, 제어배선 Cibit2를 비선택상태로 하는 것에 의해, TFT(21)는 비도통상태로 되고, 제어선 Cibit1을 선택상태로 
하는 것에 의해, TFT(20)는 도통상태로 된다.

이 사이, 기간 T0내에, TFT(6)(또는 상기 소스-드레인)는 순차적으로 도통상태로 되어, 전원 VDD가 GND 전위로 
되며, 하위비트와 동일한 전위가 커패시터(22)에 축적된 후, 비트의 웨이트에 대응하는 기간 동안만 전원 VDD가 +6
V로 되고, 커패시터(22)에 기억되어 있는 데이터에 대응하는 전압 Von 또는 전압 Voff 중 일방이, 유기 LED 디스플
레이 구동용 TFT(7)의 게이트전극에 인가된다.

최후의 하위비트에 대응하는 표시가 종료된 후, 제어선 Cibit1을 비선택상태로 하는 것에 의해 TFT(20)는 비도통상태
로 되고, 제어선 Cibit2를 선택상태로 하는 것에 의해 TFT(21)는 도통상태로 되며, 메모리회로(9)에 기억되어 있는, 
최상위비트의 데이터에 대응하는 전압 Von 또는 전압 Voff 중 어느 일방이 유기 LED 디스플레이 구동용 TFT(7)의 
게이트전극에 인가된다.

이와 같이 주사하는 것에 의해, 도11에 도시된 바와 같이, 계조레 31의 배경으로 계조레벨 32의 패턴이 움직일 때, 시
선이 도11의 파선 (a)∼(d)를 따라 이동하는 경우에도, 도35의 종래의 예에 비해, 상기 시선 이동상의 화소 위를 시선
이 이동할 때 계조 패턴의 에러가 감소한다.

예컨대, 파선(a)에서는, 시선이 계조 1, 2, 4와 점등타이밍 32/2를 교차하며 이동하여, 계조레벨 23(= 1 + 2 + 4 + 
32/2)이 보인다. 파선(d)에서는, 시선이 계조 32/2, 8, 16의 점등타이밍을 교차하며 이동하여, 계조레벨 40 (= 32/2 
+ 8 + 16)이 보인다. 본래의 계조 레벨 31, 32에 대한 이러한 값의 에러는, 도35의 경우에 비해, 절반 정도로 감소한
다.

이와 같이, 화소마다 메모리와 커패시터가 제공되고, 상기 메모리의 값으로부터 독립하여 커패시터를 제어하는 것에 의
해, 본 실시예의 구동방법이 가능해진다. 본 실시예는, 도35에 도시되어 있는 종래의 예와 비교할 때, 필요한 주사 회수
를 바꾸지 않고도, 도11에 도시된 바와 같이, 동화상의 의사윤곽을 억제하는 효과가 있다.

또한, 도7의 화소메모리회로(9)는 다음과 같이 동작한다. 즉,

(1) 메모리회로(9)의 데이터를 갱신하기 위해, 제어라인으로서의 주사선 Ci를 사용하여 TFT(6)가 도통상태로 되고, 
제어선 Cibit2를 사용하여 TFT(21)가 도통상태로 되고, 신호라인으로서의 데이터배선 Sj로부터 데이터에 대응하는 
전압 Von 또는 Voff가, 제1 인버터회로(p형 TFT(11)와 n형 TFT(12)의 회로)의 입력단에 공급되어, 메모리회로(9)
의 값이 갱신된다.
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(2) 메모리회로(9)의 데이터를 유지하기 위해, 주사선(제어라인) Ci 또는 제어선 Cibit2를 사용하여 TFT(6) 또는 T
FT(21)가 비도통상태로 되고, 제2 인버터회로(p형 TFT(13)와 n형 TFT(14)의 회로)로부터의 출력이 제1 인버터회
로의 입력단에 공급되어, 메모리회로(9)의 값이 유지된다.

(3) 상기 메모리회로(9)의 데이터의 갱신 및 기억을 통해, 제어선 Cibit2를 선택상태로 하는 것에 의해 TFT(21)가 도
통상태로 유지되는 동안, 제2 인버터회로의 p형 TFT(13)가 도통상태로 되면, (TFT(20)가 도통상태로 되는지 또는 
비도통상태로 되는지에 관계없이) 유기 LED 디스플레이 구동용 p형 TFT(7)의 게이트전압은 Voff로 되어, 유기 LED 
디스플레이(8)가 비발광상태로 된다.

(4) 상기 메모리회로(9)의 데이터의 갱신 및 기억을 통해, 제어선 Cibit2를 선택상태로 하는 것에 의해 TFT(21)가 도
통상태로 유지되는 동안, 제2 인버터회로의 n형 TFT(14)가 도통상태로 되면, (TFT(20)가 도통상태로 되는지 비도
통상태로 되는지에 관계없이) 유기 LED 디스플레이 구동용 p형 TFT(7)의 게이트전압은 Von으로 되어, 유기 LED 디
스플레이(8)가 발광상태로 되도록 동작한다.

이와 같이 하는 것에 의해, 유기 LED 디스플레이 구동용 TFT(7)의 게이트단자에는, 유기 LED 디스플레이를 적절히 
2진 구동하는 전압 Von 또는 Voff가, 커패시터(22)로부터뿐만 아니라 메모리회로(9)로부터도 공급된다. 그 결과, 상
기 동화상의 의사윤곽이 억제되고, 계조 직선성이 우수한 표시가 가능해진다.

또한, 본 실시예에서는, 본 발명의 제2 수단이 사용된다. 따라서, 종래의 기술과 관련하여 도28에 도시된 바와 같이, 신
호선 드라이버 등의 데이터/전압변환회로가 삽입될 필요가 없다. 대신에, 화소의 외부에 배치되어 있는 SRAM의 데이
터가, 전혀 변경되지 않고, 화소의 스태틱 메모리에 전송된다. 따라서, 도12에, 본 실시예의 화소 TFT 회로로서 적절
한 시스템 구성이 제시되어 있다.

    
즉, 도12는, CPU(중앙 처리 유닛)(1)가 표시장치(3)에 표시를 생성하는 화상(또는, 문자 등) 데이터를 기입하는, SR
AM(4)(제2 메모리소자)에 대한 집적회로로서, 표시장치가 집적되어 있는 구성을 도시한다. 상기 SRAM(4) 자체는 
상기 CGS TFT 제조 프로세스에 의해 표시장치에 집적되거나, 또는 표시장치 3에 설치하기 위해 별도의 IC로서 단결
정 반도체 공정에 의해 제조되어도 좋다. 후자의 경우에, 상기 IC는 표시장치 3에 직접 설치되거나, 또는 TAB(Tape 
Automated Bonding)에 의해, 동박 배선된 테이프에 설치되어, 상기 TCP(Tape Carrier Package)가 표시기판에 결
합되어도 좋다.
    

또한, 2는 표시장치의 외부에 배치된 플래시 메모리이다. 5는 SRAM(4)의 데이터를 화소 10에 기입하는 컨트롤러/드
라이버 회로이다. 화소 10은 도7의 화소 TFT 회로구성과 동일한 구성을 갖는다.

    
상기 SRAM(4)은, 도13에 도시한 바와 같이, CPU(1)로의 시리얼 I/O 포트(시리얼 IN 컨트롤회로(55)와 시리얼 OU
T 컨트롤회로(54))와는 별도로, 표시장치(3)에 대해, SEG(신호선 드라이버)측의 1열(화소 Ai1∼화소 Aim)에 대응
하는 데이터를 패럴렐 출력하는 포트(패럴렐 OUT 컨트롤회로(53))를 갖는다. 그 이외에, SRAM(4)은 통상의 SRAM 
회로와 동일하여, 어드레스버퍼(50,58), 행 디코더(51), 열 디코더(57), 셀렉터(56), 및 메모리어레이(52)를 갖는다. 
59, 60은 AND 회로이다.
    

이 SRAM을 사용하면, 각 화소에 대한 외부의 입력 데이터가 상기 구동방법과 관련하여 전술한 각 비트에 대한 데이터
로 변환되어, SRAM으로부터 직접 화소메모리에 기입되기 때문에, SRAM으로부터 SEG 드라이버에 데이터가 시리얼 
전송될 필요가 없다. 따라서, 에너지가 세이브되어, 표시장치 전체의 저소비전력화가 실현된다. 또한, 사용자가 이러한 
구동방법의 채용에 주의하지 않고, 표시장치를 사용할 수 있다.

이와 같이 화소에 제공되는 메모리소자를 포함하는 표시장치에서는, 본 발명의 제2 수단인 화소(표시영역)의 외부에 
제2 메모리소자(메모리어레이)를 배치하는 것이 매우 효과적이다.
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또한, 도7의 화소 TFT 회로구성에서, 게이트 ON 전압배선(전압 Von)과 유기 LED 디스플레이 구동용 전원 VDD는 
별도의 배선으로 제공되지만, 도10의 V-I 특성에 의하면, 모두 4V 이상의 Von이 필요하며, 6V VDD가 사용될 수도 
있다. 이 경우, 게이트 ON 전압배선(전압 Von)과 유기 LED 디스플레이 구동용 전원 VDD는 단일 배선 또는 공통 배선
으로서 제공될 수 있다.

[실시예 6]

도14 내지 도18은 본 발명의 수단(1) 및 수단(2)의 다른 실시예를 도시한다.

도14는, 종래의 액정 표시 장치와 유사하게, 화소에 대한 비트 데이터가 1라인 단위로 전송되는 경우를 도시한다. 이 
경우, 기판(75)상에는 시리얼/패럴렐 변환회로(76), 컨트롤러(77), 표시영역(79)의 화소(81), 및 화소의 외부에 배
치되어 있는 메모리영역(78)의 메모리셀(80)이 제공된다.

도15는 일례로서 표시화소의 등가회로구성을 도시하고, 도16은 일례로서 메모리셀의 등가회로구성을 도시한다.

    
특히, 도15는 본 발명의 제1 수단의 제1 구성의 실시예이다. 화소(81)는 TFT(제1 스위칭소자)(6), 유기 LED 디스플
레이(전기광학소자)(8), 상기 유기 LED 디스플레이(8)를 구동하는 커패시터(TFT(7), 전위유지수단)(92), 및 메모
리(기억수단)(83∼85)를 포함한다. TFT(6)는, 소스전극이 신호배선 Sj에, 게이트전극이 주사배선 Ci에, 드레인전극
이 배선 A에 접속되어 있다. 각 메모리(83∼85)와 배선 A 사이에는, 게이트전극이 제어선 Cibit1 및 Cibit2에 접속되
어 있는 TFT(제2 스위칭소자)(86∼91)가 개재되어 있다.
    

    
이 경우, TFT(6)가 비도통상태로 될 때, 메모리(83)가 p형 TFT(86)와 n형 TFT(87)에 접속되어 있기 때문에, 제어
선 Cibit1이 로우이고, 제어선 Cibit2가 하이이면, 메모리(83)의 데이터가 배선 A에 출력된다. 또한, 메모리 84가 n형 
TFT(88)와 p형 TFT(89)에 접속되어 있기 때문에, 제어선 Cibit1이 하이이고, 제어선 Cibit2가 로우이면, 메모리 8
4의 데이터가 배선 A에 출력된다. 또한, 메모리(85)가 n형 TFT(90)와 n형 TFT(91)에 접속되어 있기 때문에, 제어
선 Cibit1 및 Cibit2가 모두 하이이면, 메모리(85)의 데이터가 배선 A에 출력된다.
    

TFT(6)가 도통상태로 될 때, 제어선 Cibit1이 로우이고, 제어선 Cibit2가 하이이면, 신호배선 Sj의 데이터가 메모리(
83)에 기입된다. 또한, 제어선 Cibit1이 하이이고, 제어선 Cibit2가 로우이면, 신호배선 Sj의 데이터가 메모리(84)에 
기입된다. 또한, 제어선 Cibit1 및 Cibit2가 모두 하이이면, 신호배선 Sj의 데이터가 메모리(85)에 기입된다.

TFT Q1은 커패시터(92)와 배선 A 사이에 접속되어 있다. 상기 게이트전극에는 제어선 CiC가 접속되어 있다. 따라서, 
상기 TFT Q1이 도통상태로 될 때, 커패시터(92)의 전위는 배선 A에 주어진 전위로 된다. 상기 TFT Q1이 비도통상
태로 될 때, 커패시터(92)의 전위는 유지된다. 유기 LED 디스플레이(8) 구동용 TFT(7)은 상기 커패시터(92)의 전
위를 통해 제어된다.

도16은, 본 발명의 제1 수단의 다른 실시예인 메모리셀(80)을 도시한다. 메모리셀(80)에는 TFT(제1 스위칭소자) Q
10과 메모리(기억수단)(93∼96)가 제공되어 있다. TFT Q10은, 소스전극이 신호배선 Dj에, 게이트전극이 게이트배선 
Gi에, 드레인전극이 배선 B에 접속되어 있다. 메모리(94∼96)는 제어선 Gibit1, Gibit2에 상기 게이트전극이 접속된 
TFT(제2 스위칭소자) Q4-Q9가 접속되어 있다.

    
이 경우, TFT Q1이 도통상태로 되고, 시리얼/패럴렐 변환회로(76)로부터 출력이 없을 때, 메모리(94)는 p형 TFT Q
4와 n형 TFT Q5에 접속되어 있기 때문에, 제어선 Gibit1이 로우이고, 제어선 Gibit2가 하이이면, 메모리(94)의 데이
터가 배선 B에 출력된다. 또한, 메모리 95가 n형 TFT Q6과 p형 TFT Q7에 접속되어 있기 때문에, 제어선 Gibit1이 
하이이고, 제어선 Gibit2가 로우이면, 메모리(95)의 데이터가 배선 B에 출력된다. 또한, 메모리(96)가 n형 TFT Q8과 
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n형 TFT Q9에 접속되어 있기 때문에, 제어선 Gibit1과 Gibit2가 모두 하이이면, 메모리(96)의 데이터가 배선 B에 출
력된다.
    

TFTQ1이 도통상태로 되고, 시리얼/패럴렐 변환회로(76)로부터 출력이 있을 때, 제어선 Gibit1이 로우, 제어선 Gibit
2가 하이이면, 신호배선 Dj의 데이터가 메모리(94)에 기입된다. 또한, 제어선 Gibit1이 하이, 제어선 Gibit2가 로우이
면, 신호배선 Dj의 데이터가 메모리(95)에 기입된다. 또한, 제어선 Gibit1과 Gibit2가 모두 하이이면, 신호배선 Dj의 
데이터가 메모(96)에 기입된다.

또한, 메모리(93)의 입력단자와 배선 B 사이에는 p형 TFT Q2가 개재되어 있다. 상기 게이트전극에는 제어선 GiRW가 
접속되어 있다. 상기 메모리(93)의 제2 인버터출력단자(출력단자)와, 제1 인버터입력단자(입력단자) 사이에는 n형 T
FT Q3이 접속되어 있다. 상기 게이트전극에는 제어선 GiRW가 접속되어 있다. 또한, 제2 인버터출력단자와 배선 B 사
이에는 P형 TFT Q26이 개재되어 있다. 상기 게이트전극에는 게이트배선 Gi가 접속되어 있다.

그 결과, 게이트배선 Gi가 하이이고, 제어선 GiRW가 로우이면, 신호선 Dj의 데이터가 메모리(93)에 기입된다. 또한, 
게이트배선 Gi가 하이이고, 제어선 GiRW가 하이이면, 메모리(93)의 데이터는 유지된다. 또한, 게이트배선 Gi가 로우
이면, 메모리(93)의 데이터가 배선 B에 출력된다.

상기 메모리(93)의 출력 임피던스가 다른 메모리(94-96)에 비해 낮게 설정되기 때문에, 게이트배선 Gi가 로우이고, 
다른 메모리(94-96)이 배선 B와 도통상태로 되면, 상기 메모리의 데이터는 메모리(93)의 데이터로 치환된다.

도14에서는, 입력된 비트데이터(82)가 시리얼/패럴렐 변환회로(76)의 시프트 레지스터(도시되지 않음)에 일시적으로 
저장된 후, 1라인에 대한 데이터가 유지되는 래치(도시되지 않음)에 저장된다.

상기 래치로부터는, 각 비트마다 1라인에 대한 데이터가 순차적으로 출력된다. 예컨대, 6비트 계조의 경우에는, 도17의 
(1)에 도시된 바와 같이, 데이터가 6비트번째 내지 1비트번째로부터 비트마다 1라인 단위로 출력된다.

상기 출력된 비트데이터 중 일부는 컨트롤회로(77)의 제어를 통해 표시영역(79)의 화소(81)에 배치되어 있는 메모리
에 취입되고, 나머지는 화소(표시영역) 외부의 영역(78)에 배치되어 있는 메모리셀(80)의 메모리에 취입된다.

예컨대, 도17의 (2)에 도시된 바와 같이, 화소 외부의 메모리(도16의 메모리(94∼96))에 3비트번째 내지 1비트번째 
데이터가 기입되고, 도17의 (3)-(5)에 도시된 바와 같이 화소 내부의 메모리 M3-M1(도15의 메모리(83-85))에 
6비트번째 내지 4비트번째 데이터가 기입된다.

또한, 4비트번째 데이터는 유기 LED 디스플레이(8)를 구동하기 위한 TFT(7)을 제어하는 커패시터(92)에도 동시에 
기입된다.

도17(14)-(22)는, 이를 위한 제어신호의 동작을 도시한다.

    
특히, 배선과 이를 지나는 신호에 동일한 부호를 부기한다고 가정하면, 예컨대 i = 1의 경우를 설명하면, 도17(19)의 
주사신호 C1이 하이일 때, 화소의 메모리 또는 커패시터에 화소의 외부로부터 데이터가 기입된다. 어떤 메모리 데이터
가 기입되었는지를 제어하는 것은 제어신호 Clbit1(20)과 제어신호 C1bit2(21)이다. 어느 커패시터 데이터가 기입되
었는지를 제어하는 것은 제어신호 C1C(22)이다. 도17의 게이트신호 G1(14)이 하이이면, 화소 외부의 메모리에 데이
터가 기입된다. 어떤 메모리 데이터가 기입되었는지를 제어하는 것은 제어신호 G1bit1(15)과 제어신호 G1bit2(16)이
다.
    

    
도17의 (23)에 도시되어 있는 경과 시간을 참조하면, 4비트번째 데이터 표시기간은 (6)에 도시된 바와 같이 제3 선택
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기간으로부터 제10 선택기간까지의 8선택기간과 일치한다. 그 후, 6비트 번째 데이터가 화소 내부의 메모리로부터 커
패시터 92에 전송되어, 제11 내지 제17 선택기간으로부터 7선택기간에 대한 표시를 생성한다. 그 후, 1비트번째 데이
터가 화소외부의 커패시터(92)로부터 메모리에 전송되어, 1선택기간, 즉 제18 선택기간에 대한 표시를 생성한다. 그 
후, 5비트번째 데이터가 화소 내부의 메모리로부터 커패시터(92)에 전송되어, 제19 내지 제25 선택기간으로부터 7선
택기간에 대한 표시를 생성한다. 그 후, 2비트번째 데이터가 화소 외부의 메모리로부터 커패시터(92)에 전송되어, 제
26 내지 제27 선택기간으로부터 2선택기간에 대한 표시를 생성한다. 그 후, 6비트번재 데이터가 화소 내부의 메모리로
부터 커패시터(92)에 전송되어, 제28 내지 제35 선택기간으로부터 8선택기간에 대한 표시를 생성한다. 그 후, 5비트
번째 데이터가 화소 내부의 메모리로부터 커패시터(92)에 전송되어, 제36 내지 제44 선택기간으로부터 9선택기간에 
대한 표시를 생성한다. 그 후, 6비트번째 데이터가 화소 내부의 메모리로부터 커패시터(92)에 전송되어, 제45 내지 제
51 선택기간으로부터 7선택기간에 대한 표시를 생성한다. 그 후, 3비트번째 데이터가 화소 외부의 메모리로부터 커패
시터(92)에 전송되어, 제52 내지 제55 선택기간으로부터 4선택기간에 대한 표시를 생성한다. 그 후, 6비트번째 데이
터가 화소 내부의 메모리로부터 커패시터(92)에 전송되어, 제56 내지 제68 선택기간으로부터 10선택기간에 대한 표
시를 생성한다.
    

    
그 결과, 6비트번째의 데이터의 표시기간은 7 + 8 + 7 + l0 = 32 선택기간이 되고, 5비트번째 데이터의 표시기간은 
7 + 9 = 16 선택기간이 된다. 이와 같이 본 발명의 수단(2)이 사용되면, 화소(81)에 배치되어 있는 3비트 메모리 이
외의, 화소 외부의 영역(80)에 배치되어 있는 3비트 메모리가 표시를 생성하기 위해 사용될 수 있기 때문에, 합계 6비
트의 계조 표시가 가능해진다. 이는, 화소에 배치되어 있는 메모리의 수가 적더라도, 보다 많은 계조를 생성한다. 또한, 
화소에 배치되어 있는 메모리만큼, 화소 외부에 배치되어 있는 메모리의 수를 감소시킬 수 있다. 따라서, 화소 외부의 
메모리영역이 축소되고, 동일한 유리기판으로부터 보다 많은 패널이 취득될 수 있으므로, 비용을 감소시키고, 동일한 
표시면적을 갖는 디스플레이 장치를 보다 소형화시킬 수 있다.
    

또한, 상기 표시기판에 메모리를 배치시키는 경우의 최대의 장점은 저소비전력화이며, 이는 특히 휴대기기시장에서 유
용하다.

전기광학소자로서 자발광소자가 사용되는 경우, 발광효율이 좋은 유기 LED 디스플레이를 사용하는 것이 저소비전력화
에 바람직하다.

상기 표시기판에 메모리를 배치하는 효과는 정지화상을 생성하는 경우뿐만아니라, 간단한 (기판에 배치되어 있는 메모
리수 이내의) 영상 스위칭 표시를 생성하는 경우에도 명백히 나타난다.

도15의 화소에는 3비트 메모리를 배치하고, 도16의 화소(표시영역) 외부에는 4비트 메모리를 배치한다. 이 구성을 채
용하면, 2개의 3비트 계조 영상이 그 사이에서 스위칭함으로써 표시될 수 있다. 도18은, 도17의 표시타이밍에서, 1비
트번째 내지 3비트번째에 할당되어 있는 기간이 화소에 배치되어 있는 메모리인 4비트번째 내지 6비트번째에 새롭게 
할당되어, 3 비트 계조 방법을 생성하는, 상기 스위칭 표시의 모양을 도시한 것이다.

    
이는 화소 내부에 배치되어 있는 메모리만을 사용하면, 표시를 생성하기 위해 전력이 보다 적게 소비되기 때문이다. 또
한, 2개 표시 정도 사이의 영상 스위칭에는, 1초당 1 또는 2회 정도만 필요하다고 생각되기 때문에, 1초당 64프레임을 
표시하기 위해, 1개의 영상표시가 30프레임 정도 계속된다. 그 기간 동안에는, 화소에 배치되어 있는 메모리만이 표시
를 생성하기 사용된다. 그 후, 영상 표시가 바뀔 때에만, 도18에 도시된 바와 같이, 화소 외부에 배치되어 있는 3비트번
째 메모리와, 화소에 배치되어 있는 3비트번째 메모리 사이에서 내용이 교환된다.
    

    
또한, 도18에서, 제3 선택기간에서는, 화소에 배치되어 있는 메모리 84로부터 4비트번째(영상 1의 1비트번째) 데이터
가 화소 외부에 배치되어 있는 메모리(93)에 취입된다. 제4 선택기간에서는, 화소 외부의 메모리 95로부터 1비트번째
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(영상 2의 1비트번째) 데이터가 화소에 배치되어 있는 메모리 84에 취입된다. 제7 선택기간에서는, 화소 외부의 메모
리(93)로부터 4비트번째(영상 1의 1비트번째) 데이터가 화소 외부의 메모리 95에 취입된다. 이 경우, 화소 외부의 메
모리(94-96)의 출력 임피던스는 화소에 배치되어 있는 메모리(83-85)의 출력 임피던스에 비해 낮게 설정되어 있다.
    

또한, 제37 선택기간에서는, 화소에 배치되어 있는 메모리(83)로부터 5비트번째(영상 1의 2비트번째) 데이터가 화소 
외부에 배치되어 있는 메모리(93)에 취입된다. 제38 선택기간에서는, 화소 외부의 메모리(94)로부터 2비트번째(영상 
2의 2비트번째) 데이터가 화소에 배치되어 있는 메모리(83)에 취입된다. 제44 선택기간에서는, 화소 외부의 메모리(
93)로부터 5비트번째(영상 1의 2비트번째) 데이터가 화소 외부의 메모리(94)에 취입된다.

또한, 제59 선택기간에서는, 화소에 배치되어 있는 메모리(85)로부터 6비트번째(영상 1의 3비트번째) 데이터가 화소 
외부에 배치되어 있는 메모리(93)에 취입된다. 제60선택기간에서는, 화소 외부의 메모리(96)로부터 3비트번째(영상 
2의 3비트번째) 데이터가 화소에 배치되어 있는 메모리(85)에 취입된다. 제63 선택기간에서는, 화소 외부의 메모리(
93)로부터 6비트번째(영상 1의 3비트번째) 데이터가 화소 외부의 메모리(96)에 취입된다.

이와 같이, 화소에 배치되어 있는 메모리의 3비트 데이터가, 화소 외부에 배치되어 있는 메모리의 3비트 데이터와 교환
된다.

이와 같이, 본 발명의 제l 수단 및 제2 수단에 의하면, CPU 등의 외부 정보원에 전원을 인가하지 않고, 복수의 영상 사
이에서 표시가 바뀔 수 있기 때문에, 본 발명은 소비전력을 크게 감소시킬 수 있다.

〔실시예 7〕

본 발명의 또 다른 실시예에 관해 도19 및 도20에 따라 설명하면 이하와 같다. 또한, 설명의 편의상, 상기 실시예의 도
면에 도시한 구성요소와 동일한 기능을 갖는 구성요소에는, 동일한 부호를 부기하고 그 설명을 생략한다.

본 실시예는, 본 발명에 의한 수단(1)의 제1 구성의 화소회로를 사용한 구동방법의 예이다.

도19는 본 실시예의 화소 Aij의 등가회로구성을 나타낸다. 상기 등가회로는 TFT(제1 스위칭소자)(6)의 소스단자에 
데이터배선 Sj가 접속되고, TFT(6)의 드레인 단자에 TFT(제2 스위칭소자)(21)의 소스단자, TFT(제3 스위칭소자)
(20)의 소스단자, 및 전기광학소자를 구성하는 TFT(15)의 게이트단자가 접속된 구성이다. 또, 이 TFT(21)의 드레인 
단자에는 메모리회로(스태틱 메모리)(9)가, TFT(20)의 드레인 단자에는 커패시터(22)가 접속되어 있다.

또한, 상기 TFT(20)가 없는 경우, 커패시터(22)는 순수한 전위유지수단으로서 작용하지만, TFT(20)가 있는 경우, 
커패시터(22)는 기억수단으로서도 작용할 수 있다. 후자의 경우, 전위유지수단은 TFT(15)의 게이트전극의 부유용량
이다. 또한, TFT(15)의 게이트단자에는 TFT(제6 스위칭소자)(25)가 접속되어 있다.

즉, 상기한 바와 같이, 도7의 유기 LED 디스플레이(8)는 도9a에 도시된 바와 같이, 기판(31), 양극(32), 정공주입층
(35), 정공수송층(36), 발광층(37), 전자수송층(38), 음극(33)의 순서로 적층되어, 유기 LED 디스플레이 구동용 T
FT(7)을 p형으로 하고, 유기 LED 디스플레이(8)를 TFT(7)과 GND의 사이에 삽입하고 있다.

이에 대해, 본 실시예의 도19의 유기 LED 디스플레이(전기광학소자)(26)는 이와 반대로 기판(31), 음극(33), 전자수
송층(38), 발광층(37), 정공수송층(36), 정공주입층(35), 양극(32)의 순서로 적층되어, 유기 LED 디스플레이 구동
용 TFT(15)을 n형으로 하고, 유기 LED 디스플레이(8)를 TFT(15)과 전원 VDD의 사이에 삽입하고 있다.

도19의 화소회로구성의 경우, Voff가 약 0V, Von이 약 10V로 된다. 또한, 도19의 화소 TFT 회로구성에서는, 게이트 
ON 전압배선(전압 Voff)과 GND 배선을 별도로 제공하였지만, Voff = 0V이기 때문에, 게이트 OFF 전압배선(전압 
Voff)과 GND 배선이 공통의 단일배선으로 제공될 수 있다.

 - 20 -



공개특허 특2002-0062218

 
도19의 화소회로구성을 사용하여 표시상태를 제어하는 방법을 도20에 도시한다. 또한, 도20에서는 설명을 위해, 패널
의 주사선수 m을 12개로 하고, 각 화소에 의해 표시되는 계조비트수 K를 4비트 또는 16계조로 한다. 또, C1∼C12는 
주사선을 나타낸다.

우선, 1프레임 기간을 주사선수의 12로 나누어 단위기간으로 한다(도20에서는 시간 A로 도시한다). 다음, 각 단위기
간을 계조비트수의 4로 나누어 선택기간으로 한다(도20에서는 시간 B로 도시한다). 이하 제X 단위기간의 제Y 선택기
간을 시간 X-Y로 나타낸다.

따라서, 예컨대, j를 K 미만의 양의 정수로 하면, 임의의 단위기간 N(j)내의 제p 선택기간은 N(j) - p(j)로 주어진다.

이 경우, 1프레임 기간 TF는 12 × 4 = 48선택기간으로 구성되기 때문에, 1계조당 시간은 48/15 = 3.2로 된다. 따라
서, 1계조당 3 선택기간이 할당된다.

우선, 도20의 C1로 도시한 바와 같이, 제1 주사선에 접속된 화소의 제1비트의 데이터를 데이터배선에 송출하는 타이밍
을 시간 4-4로 한다. 이 때, 제1 주사선에 접속된 화소의 제2 비트의 데이터를 데이터배선에 송출하는 타이밍은 3선택
기간후의 시간 5-3으로 된다. 또한, 제1 주사선에 접속된 화소의 제3 비트의 데이터를 데이터배선에 송출하는 타이밍
은 3×2 선택기간후의 시간 7-1로 된다.

이 단계까지, 비트의 선택기간 X-Y의 Y의 부분이 서로 겹치고 있으면(Y들이 동일하면), 겹치지 않도록 1계조당 선택
기간수를 조정한다. 상기 예에서는, 상기 Y의 부분이 겹치고 있지 않기 때문에, 다음 동작으로 진행한다.

    
즉, 여기서는, 시간 X-Y가, X단위 선택기간의 제Y 선택기간을 나타낸다. 상기 구동방법에서는, 주사선 A+1의 타이밍
이, 주사선 A의 타이밍에 비해 1단위 선택기간이 늦기 때문에, 상기 Y의 부분이 겹치면, 2개의 주사선에 대해 동시에 
선택기간이 발생하게 된다. 예컨대, 도20에서는, 선택기간 4가 Y=1에 있으면, C1의 " 4" 와 C7의 " 3" 이 동시에 발
생한다. 그러나, 1개의 신호선에 상이한 데이터를 동시에 공급하는 것은 불가능하기 때문에, 그 결과, 표시가 생성되지 
않는다. 따라서, 상기와 같이, Y의 부분이 겹치지 않도록 한다. 즉, Y가 겹친다는 것은, 1계조당 할당된 선택기간수가 
부적절하여 조정이 필요하다는 것을 의미한다.
    

    
다음, 제1번째 주사선에 접속된 화소의 메모리(메모리회로(9))에 데이터를 기입하는 타이밍을 정한다. 즉, 도19의 메
모리는 단지 1비트이기 때문에, 제4비트 번째 데이터를 데이터배선에 송출하는 타이밍은, 상기 Y의 나머지인 2로 한다. 
상기 제4비트 번째 데이터를 송출하는 타이밍은, 제1비트 번째 데이터를 데이터배선에 송출하는 타이밍으로부터 대략 
3(1계조당 할당된 선택기간의 수) × 8(제1비트 번째에 대한 제4비트 번째의, 웨이트의 비) ÷ 2(대략 동일한 분할이 
필요함)인 2 선택기간 전에 되도록, 시간 1-2로 한다. 이에 의해, 메모리에 제4비트 번째의 데이터를 기입하면서 표시
를 생성하고, 그 후 제1∼제3비트 번째의 데이터를 표시한다. 그 후, 메모리로부터 제4비트 번째의 데이터를 독출하여 
표시한다.
    

이상의 프로세스에 의해 상기 비트데이터의 송출타이밍을 결정한다. 상기 타이밍이, 주사선 C1의 타이밍으로 된다. 나
머지 주사선 C2∼C12의 타이밍은, 상기 타이밍을 순차적으로 단위기간만큼 지연시킴으로써 결정된다.

도19의 제어선 Cibit1은, 제1비트번째의 데이터 송출 타이밍으로부터 제3비트의 데이터로부터 표시가 생성되는 타이
밍까지 TFT(20)가 도통상태로 되도록 제어된다.

제어선 Cibit2는, 메모리에 기억된 제4비트 번째(MSB) 데이터로부터 표시가 생성되는 타이밍에서 TFT(21)가 도통
상태로 되도록 제어된다.
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또, 도20의 타이밍에서는, 1비트 웨이트의 3선택기간에 계조수(2의 4승-1) = (1 + 2 + 4 + 8)을 곱한 45선택기간
과, 주사선수에 비트수를 곱한, 즉 12 × 4인 48이 일치하지 않기 때문에, 도19에 도시한 바와 같이 TFT(25) 및 상기 
TFT(25)를 스위칭하는 제어선 Cibit3이 포함된다. 다시 말하면, 주사선수 m개 × 비트수 K와, 1비트당 선택기간 × 
(2의 K승 - 1)이 일치하면, 상기 TFT(25)가 포함될 필요가 없다.

상기 TFT(25)는 유기 LED 디스플레이(26)를 흐르는 전류가 0으로 되도록, 소스전극이 TFT(15)의 게이트전극에, 
드레인전극이 GND에 접속되어 있다. 그리고, TFT(25)는, 도20에 도시된 바와 같이, 상기 TFT(20,21)가 비도통상
태로 될 때 도통상태로 된다.

상기 주사 결과, 상기 주사선에 접속된 화소가 도시된 타이밍에서 도시된 비트에 기초하여 표시 동작을 행하는 것을 도
시한 것이 도20의 C1∼C12에 사각테두리로 도시한 패턴이다.

메모리, 상기 메모리에 기억된 데이터와는 독립하여 제어 가능한 커패시터, 및 리세트수단을 각각 갖는 화소는, 도11에 
도시한 시분할 계조 제어에 비해 많은 이점이 있다. 상기 이점 중 일부는, (1) 전원 VDD를 제어할 필요가 없고, (2) 발
광시간이 1프레임 기간의 90% 이상을 차지할 수 있다는 점이다.

또한, 이와 같은 화소들은 동화상 의사윤곽의 발생을 억제하는 도11과 같은 효과가 있다.

    
또한, 도19에 있어서 커패시터(22)와 직렬로 TFT(20)를 배치하고 있지만, 상기 TFT(20)는 없어도 좋다. 특히, 메
모리회로(9)가 스태틱 메모리회로이면, 커패시터(22)에 축적된 전하가 TFT(21)가 ON으로 되었을 때, 스태틱 메모리
회로로부터의 출력전압에 악영향을 주는지 판단하여, 악영향이 없도록, 예컨대 커패시터(22)의 용량을 작게 하거나, T
FT(21)와 스태틱 메모리 사이에 상기 커패시터(22)보다 용량이 큰 커패시터를 삽입함으로써, 상기 TFT(20)가 반드
시 필요하지는 않다.
    

또한, 스태틱 메모리 대신에 커패시터를 사용해도 좋다.

도21은, 본 발명의 기억수단(98)이 TFT Q23과 커패시터(100)로 구성되고, 전위유지수단(99)이 TFT Q24와 커패
시터(101)로 구성된 예를 도시한다.

따라서, 도21의 구성에서도 도19와 동일한 구동방법이 실현된다.

〔실시예 8〕

본 발명의 화소회로를 사용한 구동방법의 또 다른 실시예에 관해 도22 내지 도25에 따라 설명하면, 이하와 같다. 또한, 
설명의 편의상, 상기 실시예의 도면에 도시한 구성요소와 동일한 기능을 갖는 구성요소에는 동일한 부호를 부기하고 그 
설명을 생략한다.

도22는 본 실시예에 사용된 화소의 회로구성을 도시한다.

특히, 도19의 스태틱 메모리로 이루어지는 메모리회로(9)는 1비트 구성을 갖는다. 도22의 스태틱 메모리로 이루어지
는 상기 메모리회로(18)는 (도22에는, 설명의 편의상 2비트구성이 도시되지만) 복수 비트의 메모리회로의 구성예이며, 
각각 스태틱 메모리로 이루어지는 메모리회로(18) 및 메모리회로(제1 메모리소자)(17)와 유기 LED 디스플레이 구동
용 TFT(15)의 게이트 사이에, 비트제어용 TFT(61,62)가 배치되어 있다.

여기서는, 도19에 있는 TFT(25)를 사용하지 않기 위한 조건을 계산하여 적용한다. 우선, 상기 비트에 할당된 시간 X
-Y의 Y가 하위 계조에서 겹치지 않는 조건을 찾는다.

조사한 결과, 2비트의 메모리가 제공될 때, 5비트 계조까지는 계산이 간단하다.
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즉, 4비트 계조이면, 도23의 (2)∼(6)과 같이 1계조당 예컨대, 1, 2, 3, 5, 6···을 제외한 4의 배수의 선택기간이
면 무엇이든지 좋다. 또한, 도23의 (1)은 시간 A, 시간 B로 나타낸 제X 단위기간(1-21로 나타냄)의 제Y 선택기간(1
-4로 나타냄)을 도시하고 있다. 다음, 1계조당 선택기간수를 알았기 때문에, 몇 개의 주사전극수에 기초하여 표시를 
행할 수 있는 지를 조사한다.

도23의 (2)의 경우, 16계조 표시에 필요한 선택기간수는 (16계조 - 1) × 1 = 15선택기간이다. 그러나, 상기 수는 
비트수 4의 배수가 아니기 때문에 도19와 같이 TFT(25)를 사용해야만 표시를 행할 수 있다. 따라서, 계조수 - 1이 
4의 배수가 되도록 13계조 표시가 생성되고, 필요한 선택기간수는 (13계조 - 1) × 1 = 12선택기간이 되고, 주사선
은 12/4=3개이면 충분하다는 것을 알 수 있다. 여기서, 최대 계조 비트의 웨이트는 5계조이다.

도23의 (3)의 경우, 16계조 표시에 필요한 선택기간수는 (16계조 - 1) × 2 = 30선택기간이다. 그러나, 상기 수는 
비트수 4의 배수가 아니기 때문에, 계조수 - 1이 4의 배수가 되도록 15계조 표시가 생성된다. 필요한 선택기간수는 (
15계조 - 1) ×2 = 28선택기간이 되고, 주사선은 28/4=12개로 충분하다는 것을 알 수 있다. 이 때, 최대 계조비트의 
웨이트는 7계조이다.

도23의 (4)의 경우, 16계조 표시에 필요한 선택기간수는 (16계조 - 1) × 3 = 45선택기간이다. 그러나, 상기 수는 
비트수 4의 배수가 아니기 때문에, 이와 같이 계조수 - 1이 4의 배수가 되도록 13계조 표시가 생성된다. 필요한 선택
기간수는 (13계조 - 1) ×3 = 36선택기간으로 되어, 주사선은 36/4 = 9개이면 충분하다는 것을 알 수 있다. 이 때, 
최대 계조비트의 웨이트는 5계조이다.

도23의 (5)의 경우, 16계조 표시에 필요한 선택기간수는 (16계조 - 1) × 5 = 75선택기간이다. 그러나, 상기 수는 
비트수 4의 배수가 아니기 때문에, 이와 같이 계조수 - 1이 4의 배수가 되도록 13계조 표시가 생성된다. 필요한 선택
기간수는 (13계조 - 1) × 5 = 60선택기간으로 되어, 주사선은 60/4= 15개이면 충분하다는 것을 알 수 있다. 이 때 
최대 계조비트의 웨이트는 5계조이다.

도23의 (6)의 경우, 16계조 표시에 필요한 선택기간수는 (16계조 - 1) × 6 = 90선택기간이다. 그러나, 상기 수는 
비트수 4의 배수가 아니기 때문에, 이와 같이 계조수-1이 4의 배수가 되도록 15계조 표시가 생성된다. 필요한 선택기
간수는 (15계조-1) × 6 = 84선택기간으로 되어, 주사선은 84/4= 21개이면 충분하다. 여기서, 최대 계조 비트의 웨
이트는 7계조이다.

요약하면, 1단위기간당 선택기간수 4에 대해, +1 (1계조 = 1선택기간, 1계조 = 5선택기간), +2 (1계조 = 2선택기
간, 1계조 = 6선택기간)가 OK 이면, -1 (1계조 = 3선택기간), -2 (1계조 = 2선택기간, 1계조 = 6선택기간)도 또
한 만족할 것이다.

또한, 얻어지는 계조수도 +1, -1에 대해 12계조, +2에 대해 15계조로 정해진다.

이와 같이 제1 비트 및 제2 비트가 할당된 시간 X-Y에서 Y의 타이밍이 결정되고, 주사선수가 결정되면, 나머지 제3 
비트 및 제4 비트가 할당된 시간 X-Y에서 Y의 타이밍은, 대응하는 계조표시기간에 적당히 (Y가 서로 겹치지 않도록) 
설정될 수 있다.

이와 같이 타이밍을 설정한 후, 최대비트인 제4 비트에 할당된 기간의(제4 비트번째의 데이터 재기입 기간을 포함) 대
략 절반을 단위기간단위로 프레임 기간의 선두 근처로 이동시켜, 동화상 의사윤곽을 억제한다.

또한, 도23의 (3)과 같이 제3 비트의 데이터 재기입 기간이 제3 비트에 할당된 기간의 선두에 없을 때는, 재기입 기간
으로부터 단위기간단위로 타이밍을 꺼내어, 최대비트인 제4 비트에 할당된 전반의 기간으로 이동시킨다.

이와 같이, 도23을 재기입하여, 그 결과를 도24에 도시한다.

이에 의해 정해진 타이밍이, 도20의 주사선 C1의 타이밍이다. 나머지 주사선 C2∼C12의 타이밍은, 상기 타이밍을 순
차적으로 단위기간만큼 지연시킴으로써, 정해질 수 있다.
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이와 유사하게, 5비트 계조이면, 도25의 (2)∼(5)와 같이 1계조당 1, 2, 3, 4···선택기간과 5의 배수 이외의 4의 
배수이면 무엇이든지 좋다. 다음, 1계조당 선택기간수를 알았기 때문에, 몇 개의 주사전극수에 기초하여 표시가 생성되
는지를 조사한다.

도25의 (2)의 경우, 32계조 표시에 필요한 선택기간수는 (32계조-1)× 1 = 31선택기간이다. 그러나, 상기 수는 비
트수 5의 배수가 아니기 때문에 도19와 같이 TFT(25)를 사용하지 않으면 실현되지 않는다. 따라서, 상기 수가 5의 배
수가 되도록 31계조표시가 생성되고, 필요한 선택기간수는 (31계조-1) × 1 = 30선택기간으로 되어, 주사선은 30/
5 = 6개이면 충분하다는 것을 알 수 있다. 이 경우, 최대 계조비트의 웨이트는 15계조로 된다.

도25의 (3)의 경우, 32계조 표시에 필요한 선택기간수는 (32계조-1)×2 = 62선택기간이다. 그러나, 상기 수는 비트
수 5의 배수가 아니기 때문에, 이와 같이, 계조수 - 1이 5의 배수가 되도록 31계조표시가 생성된다. 필요한 선택기간
수는 (31계조 - 1) × 2 = 60선택기간으로 되어, 주사선은 60/5 = 12개이면 충분하다는 것을 알 수 있다. 여기서, 
최대 계조비트의 웨이트는 15계조로 된다.

도25의 (4)의 경우, 32계조 표시에 필요한 선택기간수는 (32계조-1)×3 = 96선택기간이다. 그러나, 상기 수는 비트
수 5의 배수가 아니기 때문에, 이와 같이, 계조수-1이 5의 배수가 되도록 31계조표시가 생성된다. 필요한 선택기간수
는 (31계조-1) ×3 = 90선택기간으로 되어, 주사선은 90/5 = 18개이면 충분하다는 것을 알 수 있다. 여기서 최대 
계조비트의 웨이트는 15계조로 된다.

도25의 (5)의 경우, 32계조 표시에 필요한 선택기간수는 (32계조-1)×4 = 124선택기간이다. 그러나, 상기 수는 비
트수 5의 배수가 아니기 때문에, 이와 같이, 계조수-1이 5의 배수가 되도록 31계조 표시가 생성된다. 필요한 선택기간
수는 (31계조 - 1) ×4 = 120선택기간으로 되어, 주사선은 120/5 = 24개이면 충분하다는 것을 알 수 있다. 여기서 
최대 계조비트의 웨이트는 15계조로 된다.

5비트 계조표시의 경우, 4비트 계조표시의 경우와 유사하게, 일단 제1 비트∼제3 비트가 할당된 시간 X-Y에서 Y의 타
이밍이 결정되고, 이와 같이 주사선수가 결정되면, 나머지 제4 비트∼제5 비트가 할당된 시간 X-Y에서 Y의 타이밍은, 
대응하는 계조표시 기간에서 적당히 (Y가 서로 겹치지 않도록) 설정될 수 있다.

또한, 최대비트인 제5 비트에 할당된 기간의 (제5 비트번째의 데이터 재기입 기간을 포함) 대략 반을 단위기간단위로 
프레임 기간의 선두 근처로 이동시키면, 동화상 의사윤곽을 억제할 수 있다.

또한, 본 발명에 의한 기판은,

제1 배선;

상기 제1 배선과 제1 단자가 접속된 제1 스위칭소자;

상기 제1 스위칭소자의 제2 단자와 전기적으로 접속된 제1 메모리소자; 및

상기 제1 스위칭소자의 제2 단자와 전기적으로 접속된 전기광학소자를 포함하도록 구성될 수 있다.

이와 달리, 본 발명에 의한 기판은,

제1 배선;

상기 제1 배선과 제1 단자가 전기적으로 접속된 제1 스위칭소자;

상기 제1 스위칭소자의 제2 단자와 전기적으로 접속된 제1 메모리소자;

상기 제1 스위칭소자의 제2 단자와 전기적으로 접속된 전위유지수단; 및
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상기 제1 스위칭소자의 제2 단자와 전기적으로 접속된 전기광학소자를 포함하도록 구성될 수 있다.

이와 달리, 본 발명에 의한 기판은, 상기 구성에 있어서, 상기 제1 메모리소자가 제2 스위칭소자와 1비트 데이터를 기
억하기 위한 기억소자를 포함하는 구성으로 해도 좋다.

상기 구성의 예로서, 이하의 (1)∼(2)를 들 수 있다.

(1) 전기광학소자마다 제1 스위칭소자를 제공하여, 상기 제1 스위칭소자의 소스단자를 데이터배선과 접속하고, 상기 
제1 스위칭소자의 드레인 단자와 제1 메모리소자를 전기적으로 접속하며, 상기 제1 스위칭소자의 드레인 단자와 화소
전극을 전기적으로 접속한 구성의 기판으로 한다.

또한, 기억수단마다 제1 스위칭소자를 제공하고, 전위유지수단마다 제4 스위칭소자를 제공하여, 상기 스위칭소자의 소
스단자를 데이터배선에 접속하고, 상기 스위칭소자의 드레인 단자를 상기 기억수단이나 전위유지수단에 접속하고, 상기 
기억수단 및 전위유지수단으로부터의 출력을 화소전극에 전기적으로 접속한 구성의 기판으로 한다.

또한, 전위유지수단으로서도 기능하는 액정표시소자 등의 전기광학소자를 상기 기판의 상기 화소전극에 접속하여, 표시
기판 또는 기판으로 한다.

또한, 전기적 접속이란, 직접적으로 또는 스위칭소자를 사용하여 간접적으로 접속하는 것을 의미한다.

(2) 전기광학소자마다 제1 스위칭소자를 제공하여, 상기 제1 스위칭소자의 소스단자를 데이터배선과 접속하고, 상기 
제1 스위칭소자의 드레인 단자와 제1 메모리소자를 전기적으로 접속하고, 상기 제1 스위칭소자의 드레인 단자와 커패
시터소자 등의 전위유지수단을 전기적으로 접속하며, 상기 제1 스위칭소자의 드레인 단자를, 전기광학소자를 구동하는 
액티브소자의 게이트전극에 접속한 구성의 기판으로 한다.

또한, 기억수단마다 제1 스위칭소자를 제공하고, 전위유지수단마다 제4 스위칭소자를 제공하여, 상기 스위칭소자의 소
스단자를 데이터배선에 접속하고, 상기 스위칭소자의 드레인 단자를 상기 기억수단 및 전위유지수단에 접속하며, 상기 
기억수단 및 전위유지수단으로부터의 출력이 전기광학소자를 구동하는 액티브소자의 게이트전극에 접속한 구성의 기판
으로 한다.

또한, 상기 기판에서는, 기억수단이나 전위유지수단과 상기 액티브소자의 게이트전극 사이에 제5 스위칭소자를 제공하
는 것이 바람직하다.

또한, 상기 기판의 액티브소자의 소스단자 또는 드레인 단자에, 유기 LED 디스플레이 등의 전기광학소자를 접속하여, 
표시기판 또는 표시장치로 한다.

또한, 상기 커패시터소자란, 커패시터와 제3 스위칭소자로 구성되거나, 커패시터 단독으로 구성되는 것이 바람직하다.

상기 커패시터소자가 커패시터 단독으로 구성된 경우에는, 특별히 커패시터를 준비하지 않더라도, 액티브소자의 게이트
전극 커패시턴스 등으로 대체가능하다.

상기 (1),(2)의 구성에 의해, 화소에 배치된 메모리보다 많은 다계조표시를 저소비전력으로 실현할 수 있다. 또한, 시
분할 표시에 적합하고, 동화상 의사윤곽의 문제를 해결하기 쉽게 변경된 기판을 얻을 수 있어, 그 효과는 명백하다.

상기 (1),(2)의 구성에 있어서, 상기 제1 메모리소자는, 제3 스위칭소자와 1비트의 데이터를 기억하기 위한 기억소자
에 기초하여 구성되어 있는 것이 바람직하다.

본 발명의 상기 기판구성 (1),(2)에 의해 시분할 계조표시를 행하는 경우, 상기 액정표시소자 또는 전위유지수단에 일
련의 전압을 인가하는 제1 기간; 상기 제1 메모리소자에 데이터를 유지하는 제2 기간; 및 상기 제1 메모리소자의 데이
터를 사용하여 상기 액정표시소자 또는 전위유지수단에 전압을 인가하는 제3 기간을 포함하는 구동방법을 사용할 수 
있다.
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이들 중, 상기 제3 기간이 소정의 주기 사이에서 복수회 나타나기 때문에, 본 발명의 제1 과제인 동화상 의사윤곽을 감
소시키는 효과를 갖는다.

즉, PDP 등에서는, 비트의 웨이트가 큰 데이터를 복수회로 나누어, 비트의 웨이트가 적은 데이터의 전후에 표시함으로
써, 동화상 의사윤곽을 감소시키고 있다. 그러나, PDP 등에서는 상기 비트 웨이트가 큰 데이터를 복수회 표시하기 때문
에, 1회의 표시마다 표시주사가 필요하다.

이에 대해, 본 발명의 화소에 메모리를 갖는 구성이면, 상기 제2 기간에 화소마다 비트 의 웨이트가 큰 데이터를 유지함
으로써, 상기 제3 기간의 비트 웨이트가 큰 데이터를, 표시주사를 행하지 않고, 복수회 표시할 수 있다.

또한, 본 발명에 의한 표시장치는, 상기 기판을 갖는 표시장치이고, 상기 제1∼제3 기간의 주사방법으로서 이하의 (3)
과 같이 동작한다. 즉,

(3) 주사전극수를 m개 이하, 각 화소에 의해 표시되는 계조수를 K 비트 이하로 하고;

1주기를 m개의 단위기간으로 분할하고, 각 단위기간을 K 개의 선택기간으로 분할하고;

제 A 번째의 단위기간의 제 p 번째의 선택기간에 1비트 번째의 데이터를 데이터전극에 공급하고;

제 B 번째의 단위기간의 제 q 번째 (q ≠ p)의 선택기간에 2비트 번째의 데이터를 데이터전극에 공급하며;

제 S 번째의 선택기간의 단위기간을 구성하는 K개의 선택기간 중 다른 비트에 사용되고 있지 않은 선택기간의 K 비트 
번째의 데이터를 데이터 전극에 공급하도록 (m은 양의 정수, K는 2 이상의 정수, A, B, p, q, S는 0 이상의 정수) 구성
할 수 있다.

즉, 표시패널의 주사선수가 m개 이하이고, 계조표시수가 K 비트 이하일 때, 1프레임(또는 필드) 기간을 m개의 단위기
간으로 분할하고, 각 단위기간을 K 개의 선택기간으로 분할하고;

임의의 주사선상의 화소의 전기광학소자 또는 전위유지수단을, 제 A 번째의 단위기간의 제 p 번째의 선택기간에 1비트 
번째의 데이터를 사용하여 재기입하고, 제 B 번째(B = A 또는 B ≠ A)의 단위기간의 제 q 번째(q ≠ p)의 선택기간에 
2비트 번째의 데이터를 사용하여 재기입하고, 제 C 번째(C ≠ B, C ≠ A)의 단위기간의 제 r 번째(r ≠ q, r ≠ p)의 
선택기간에 3비트 번째의 데이터를 사용하여 재기입하며;

상기 주사선상의 화소의 제1 메모리소자를 제 S 번째(s< r, s< q, s< p)의 선택기간의 단위기간을 구성하는 K 개의 
선택기간 중 다른 비트에 사용되고 있지 않은 선택기간에 K 비트(최대 웨이트의 비트)를 사용하여 재기입할 수 있다.

이 때, 상기 제1비트 번째의 데이터가 화소의 전기광학소자 또는 전위유지수단에 공급되는 시간은 제1비트 번째의 웨이
트에 대략 정비례하고, 상기 제2비트 번째의 데이터가 화소의 전기광학소자 또는 전위유지수단에 공급되는 시간은 제2
비트 번째의 웨이트에 대략 비례한다.

또한, 최대비트의 데이터를 제1 메모리소자로부터 독출하여, 상기 화소의 전기광학소자 또는 전위유지수단에 공급하는 
시간은, 상기 재기입 수단과는 독립적인 수단에 의해 제어된다.

상기 독립수단을 포함하기 때문에, 상기 최대비트 번째의 데이터가 화소의 전기광학소자 또는 전위유지수단에 공급되는 
시간이 최대비트의 웨이트에 대략 정비례한다.

상기 주사방법에 의하면, 시분할 계조 방법에서 1프레임 기간내의 표시기간의 비율을 높일 수 있어, 고휘도화나 고효율
화가 가능해지고, 그 효과는 명백하다.
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상기 (1),(2)의 구성에 있어서는, 전위유지수단과 OFF 휘도 설정 배선 사이에 제6 스위칭소자를 개재시키는 것이 바
람직하다. 상기 구성에 의해, 실시예 7에 설명한 바와 같이, 상기 구성을 갖지 않은 실시예 8보다, 자유도의 큰 표시제
어가 가능해진다.

또한, 본 발명에 의한 기판은, 전기광학소자마다 제1 메모리소자를 포함하고, 상기 전기광학소자의 전원배선과, 상기 
제1 메모리소자의 전원배선이 분리되어 제공되도록 구성될 수 있다.

상기 구성으로는, 이하의 (4),(5)를 들 수 있다. 즉,

(4) 액정표시소자 등의 전기광학소자와 접속된 화소전극, 및 상기 화소전극에 전압을 인가하는 제1 메모리소자를 가진 
기판으로서,

상기 제1 메모리소자가 ON 휘도 설정배선 사이의 도통/비도통상태를 제어하는 ON 제어 TFT (트랜지스터)와, OFF 
휘도 설정배선 사이의 도통/비도통상태를 제어하는 OFF 제어용 TFT (트랜지스터)를 포함하는 기판으로 할 수 있다.

또한, 상기 기판의 상기 화소전극에 액정표시소자 등의 전기광학소자를 접속하여, 표시기판 또는 표시장치로 할 수 있
다.

상기 ON 휘도 설정배선, OFF 휘도 설정배선에 인가되는 전압과 상기 전기광학소자에 인가되는 전원 전압은 개별적, 
독립적으로 설정가능하게 하는 것이 바람직하다.

(5) 유기 LED 디스플레이 등의 전기광학소자를 구동하기 위한 액티브소자(구동용 TFT(트랜지스터)), 및 상기 액티
브소자(구동용 TFT(트랜지스터))의 게이트전극과 접속한 제1 메모리소자를 포함한 기판으로서,

상기 제1 메모리소자가, 상기 구동용 TFT(트랜지스터)의 게이트전극과 ON 휘도 설정배선 사이의 도통·비도통상태
를 제어하는 ON 제어 TFT (트랜지스터), 및 상기 구동용 TFT (트랜지스터)의 게이트전극과 OFF 휘도 설정배선 사
이의 도통·비도통상태를 제어하는 OFF 제어용 TFT(트랜지스터)를 포함하는 기판으로 할 수 있다.

또한, 상기 기판의 상기 액티브소자의 소스단자 또는 드레인 단자에 유기 LED 디스플레이 등의 전기광학소자를 접속하
여, 표시기판 또는 표시장치로 할 수 있다.

상기 ON 휘도 설정배선, OFF 휘도 설정배선에 인가되는 전압과 상기 전기광학소자에 인가되는 전원 전압은 개별적, 
독립적으로 설정가능하게 하는 것이 바람직하다.

특히 상기 구성 (1),(2)의 기판의 구동에 있어서, 표시계조수를 K 비트로 하면, 각 화소는 1프레임(또는 필드)기간에 
K 회 재기입된다. 따라서, 신호배선에 전송시키는 전압을 낮게 하고, 화소에 전압변환회로를 제공하는 것이 바람직하다.

또한, 입력되는 데이터는 화소단위의 데이터이기 때문에, 비트단위로 데이터를 전송하기 위해, 표시기판 또는 표시장치
는:

CPU 등이 표시장치에 표시될 화상(또는 문자)을 나타내는 데이터를 기입하는 화소의 외부에 배치된 SRAM;

그 SRAM으로부터 1라인의 표시데이터를 동시에 출력하기 위한 배선; 및

상기 배선을 통해 전송된 데이터를 화소마다 기억하기 위한 화소 내부에 제공된 메모리(화소메모리)를 포함하는 것이 
바람직하다.

    
또한, 종래 라인단위로 화소데이터를 입력하는 경우, 시프트 레지스터와 래치를 사용하여 1라인기간에 화소데이터를 비
트단위로 출력하고, 상기 비트데이터를 화소에 배치한 메모리, 및 화소(표시영역) 외부에 배치한 메모리(SRAM)에 넣
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는 것이 바람직하다. 특히, 필요한 메모리의 일부가 화소 내부에 배치되고, 나머지가 화소 외부에 배치되어, 화소 외부
에 배치된 메모리의 데이터는 화소에 배치한 전위유지수단을 사용하여 취입되는 것이 바람직하다. 이 구성에 의하면, 
표시에 필요한 비트의 일부를 화소에 배치하는 것만으로, 필요한 표시품위의 다계조표시를 행할 수 있다. 또한, 화소에 
배치된 메모리의 수만큼, 화소 외부에 배치되는 메모리의 수를 감소시킬 수 있어, 화소(표시영역) 외부의 영역을 작게 
할 수 있기 때문에 바람직하다.
    

또한, 상기 구성 (1),(2)의 제1 메모리소자는 직접 전기광학소자나 전기광학소자를 구동하기 위한 스위칭소자(TFT, 
트랜지스터)와 접속되어 있기 때문에, 상기 수단 4, 5의 구성에서, 상기 제1 메모리소자로부터의 출력전압을 상기 전기
광학소자에 인가되는 전원 전압과 독립적으로 설정가능하게 하는 것이 바람직하다.

또한, 상기 SRAM은, 상기 화소메모리 및 상기 TFT와 동일한 공정으로 형성하는 것도 가능하지만, 상이한 공정에서 
형성한 것을 후에 접속하도록 하는 것도 가능하다.

특히, 상기 SRAM을 상기 화소메모리 및 상기 TFT와 함께 Poly-Si TFT 공정이나 CGS TFT 공정에서 형성하는 것
도 가능하다. 이와 달리, 상기 화소메모리 및 상기 TFT만을 Poly-Si TFT 공정이나 CGS TFT 공정에서 형성하고, 상
기 SRAM은 단결정 반도체공정에서 형성한 것을 후에 접속하도록 하는 것도 가능하다.

또한, 상기 CPU는 상기 SRAM과 별도로 형성하는 것도 가능하지만, 집적시키는 것도 가능하다.

상기한 바와 같이, 화소마다 화소메모리를 갖고, 상기 화소메모리의 출력을 구동용 TFT의 게이트전압에 인가하여, 상
기 구동용 TFT가 자발광소자를 구동하는 표시장치에 있어서는, 화소메모리로부터의 출력전압을 유지하는 회로구성이
나, 상기 화소메모리로부터의 출력전압을 적절한 ON 전위(도8의 경우에는, -5 V 이하)와 OFF 전위(도8의 경우에는, 
5 V 이상)로 변환하기 위한 다른 회로구성을 포함하는 것이 바람직하다.

따라서, 상기 구동용 TFT의 게이트전극, 이 게이트전극에 인가해야 할 적절한 ON 전위를 인가하는 ON 전극, 및 이 게
이트전극에 인가해야 할 적절한 OFF 전위를 주는 OFF 전극 사이에서 스위칭소자가 절환되는 회로구성이 유용하다.

이 구동용 TFT의 게이트전극에 인가해야 할 전위가 ON 전위인 지, OFF 전위인 지는, 화소마다 제공된 메모리회로에
서 설정하면 좋다.

특히, 이 메모리회로의 출력단이 상기 ON/OFF 전위를 인가하는 회로구성으로 되어 있는 것이 바람직하다.

상기 구성에 의하면, 화소마다 메모리를 갖는 전기광학소자의 표시가 안정하고, 휘도 어긋남의 발생을 억제할 수 있어, 
그 효과는 명백하다.

또한, 본 발명에 의한 기판은, 상기 구성에 있어서, 화소(도트)마다 메모리기능을 갖고, 상기 화소(도트) 메모리와는 
다른 제2 메모리소자에 기억된 표시데이터를, 동시에 복수의 다른 화소(도트) 메모리에 전송하기 위한 배선을 갖도록 
구성해도 좋다.

또한, 본 발명에 의한 기판은, 상기 구성에 있어서, 화소(도트)마다 메모리기능을 갖고, 상기 화소(도트) 메모리와 함
께 제2 메모리소자를 갖도록 구성해도 좋다.

상기 구성 (1),(2)에서는, 화소마다 제공된 메모리의 재기입에 있어서, 화소의 외부의 SRAM에 기억된 데이터를 전송
하는 것이 효과적이다. 이 경우에도, 상기와 같이, 화소메모리로부터의 출력전압이 변동하지 않는 회로구성은, 도31이
나 도32에서와 같은 커패시터를 사용한 회로구성이 아니라, 상기 구성의 스태틱 메모리를 사용한 회로구성으로 하는 것
이 바람직하다.

또한, 필요한 메모리(SRAM)의 일부를 화소에 배치하고, 나머지를 화소 외부에 배치해도 좋다.
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이 SRAM은 단결정 실리콘공정으로 형성된 IC 또는 Poly-Si TFT 공정으로 형성한 회로일 수 있다. 이 SRAM은 표시
장치의 도트수를 폭 m ×세로 n(흑백 디스플레이의 경우에는 화소수 = 도트수이지만, 칼라 디스플레이의 경우에는 1
화소는 RGB의 3도트로 이루어지기 때문에, 화소 = 3 × 도트이다)에 대응하는 메모리를 포함하고, 또한 SEG측 구동
회로(드라이버회로) 대신에 표시장치의 1라인분의 도트수에 대응하는 출력배선을 갖는다 ．

이에 의해, 외부로부터 화소단위로 입력된 데이터를, 상기 구동방법에 의해, 비트단위로, SRAM으로부터 직접 1 라인
씩 병렬로 화소메모리에 전송할 수 있다. 도28과 같이, 신호선 드라이버를 통과시키는 경우와 비교하여, SRAM으로부
터 신호선 드라이버 회로에 데이터를 전송하기 위한 시간과 전력이 세이브될 수 있다. 특히, 상기 구성이 본 발명의 수
단(1,2)에 적용될 때, 저소비전력화가 실현된다.

상기 구성에 의하면, 표시해야 할 화상데이터를 발생시키는 SRAM으로부터, 표시해야 할 1라인분의 화상데이터를 직
접 화소메모리에 전송할 수 있다. 이에 의해 SEG측 구동회로(드라이버회로)에 데이터를 전송하기 위한 소비전력이 감
소될 수 있고, 저소비전력화가 실현되고, 그 효과는 명백하다.

상기 제1 목적을 실현시키기 위한 본 발명의 제1 수단은, 시분할 계조표시를 행하는 표시장치에 있어서, 전기광학소자
마다 기억수단과 전위유지수단을 갖고, 상기 기억수단과 상기 전위유지수단으로부터의 출력을 사용하여 상기 전기광학
소자의 표시를 제어하는 구성으로 할 수 있다.

    
상기 구성에서, 상기 제1 목적인 표시화면에 복수의 전기광학소자를 배치하여 시분할 계조표시를 행하는 경우의 동화상 
의사윤곽의 발생량을 억제시키기 위해서는, 큰 웨이트를 갖는 비트데이터(1비트 또는 복수비트에 관계없이, 전기광학
소자마다 배치한 메모리의 개수 이내의 비트수)를 기억수단에 기억시키고, 전위유지수단을 사용하여 나머지의 비트데
이터를 시분할계조에 의해 표시하고 있는 동안에, 상기 기억수단에 기억시킨 비트데이터를 분할함으로써 표시한다. 이
에 의해, 연속으로 표시되는 계조 데이터의 최대 길이가 짧게 되어, 동화상 의사윤곽의 발생량을 억제시킬 수 있다.
    

상기 기억수단에 기억시킨 비트데이터를 분할하여 표시하는 경우, 상기 기억수단으로부터의 출력을 사용하여 상기 전위
유지수단의 전위를 제어하고, 상기 전위유지수단의 전위를 사용하여 전기광학수단을 제어하는 경우와, 전위유시수단과 
기억수단으로부터의 출력들 사이에서 스위칭 소자들이 절환되고, 그 결과로서의 전위를 사용하여 상기 전기광학소자를 
제어하는 경우가 있다. 이 스위칭소자의 예에는 액정디스플레이 등에서 사용되고 있는 TFT 소자가 있다.

이 기억수단이 복수개 있는 경우는, 상기 계조표시를 행하는 방법 이외에, 스위칭소자를 사용하여 이 복수의 기억수단
이나 전위유지수단을 바꾸어, 상기 출력을 전기광학소자에 공급함으로써, 복수의 영상을 바꾸어 표시할 수 있다. 이 기
능은, 표시장치의 외부의 CPU 등의 신호원에 전원을 공급할 수 없어도 실현되기 때문에, 표시장치의 저소비전력화에 
효과적이다.

상기 제2 목적을 실현하기 위한 본 발명의 제1 수단은, 전기광학소자마다 대응하는 기억수단과 전위유지수단을 갖고, 
상기 전기광학소자에 의한 표시가 상기 기억수단과 상기 전위유지수단으로부터의 출력을 사용하여 제어되는 구성으로 
할 수 있다.

상기 제2 목적인 전기광학소자마다 배치되어 있는 메모리보다 많은 다계조 표시를 하기 위해, 상기 구성은 전기광학소
자마다 메모리(메모리가 1개 생략되는 경우에도)와 함께 전위유지수단을 제공하는 구성으로 한다. 상기 전위유지수단
에 복수의 비트데이터를 시분할 방법으로 취입함으로써, 상기 메모리보다 많은 다계조를 표시할 수 있다.

상기 기억수단과 전위유지수단을 모두 사용하는 상기 계조 방법은, 상기 시분할 계조 방법과, 이하에 설명하는 아날로
그 계조 방법의 2개의 카테고리로 분리될 수 있다. 아날로그 계조 방법에서는, 상기 기억수단과 상기 전위유지수단이 
동시에 사용되어, 전압, 전류 등을 발생시킨 후, 상기 전기광학소자에 인가되어, 계조 표시를 생성한다.

이 경우, 다계조 표시를 하기 위해, 상기 전기광학소자에 표시되는 데이터가 상기 기억수단인지 또는 상기 전위유지수
단인지를 스위칭하기 위한 스위칭소자를 제공할 필요는 없다. 그러나, 복수의 영상 사이에서 스위칭하여 표시를 생성하
기 위해, 스위칭소자가 제공되면 바람직하다.
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또한, 이 경우에, 일부의 경우에는 이하의 상기 전위유지수단에 공급되는 비트 데이터가 화소(표시영역) 외부에 배치되
어 있는 메모리로부터 취입되고, 그 이외의 경우에는 CPU 등의 외부신호발생기로부터 취입된다.

상기 제3 목적을 실현하기 위한 본 발명의 제1 수단은, 화소(표시영역) 외부에 메모리가 배치되어 있는 표시장치에서, 
전기광학소자마다 대응하는 기억수단과 전위유지수단을 갖고, 상기 전기광학소자에 의해 생성되는 표시가 상기 기억수
단과 상기 전위유지수단으로부터의 출력을 사용하여 제어되는 구성으로 할 수 있다.

상기 제3 목적인 화소(표시영역) 외부에 배치되어 있는 메모리량을 감소시키기 위해, 일부의 메모리를 화소에 제공하
는 구성으로 한다. 상기 화소 외부의 메모리와, 화소 내부에 배치되어 있는 메모리를 동시에 사용하여 다계조를 표시하
기 위해, 화소에 전위유지수단이 제공되어, 화소 외부의 메모리 데이터를 시분할 방법으로 취입하여, 다계조를 표시한
다.

이 경우, 표시장치의 외부의 CPU 등의 신호원에 전원을 제공하지 않고, 다계조 영상 표시들 사이에서 스위칭이 가능하
여, 표시장치의 저소비전력화에 유용하다.

따라서, 상기 기억수단의 실질적인 예는, 전원이 없어도 기억된 데이터의 손실이 없는 FRAM 등의 비휘발성 메모리, 전
원이 ON으로 되는 동안, 기억된 데이터의 손실이 없는 (일방의 출력이 타방의 입력에 접속되어 있거나, 또는 거꾸로 되
어 있는 CM0S 인버터) SRAM 등의 스태틱 메모리, 및 여러 프레임 기간에 대해 데이터의 손실이 없는 커패시터 등의 
다이나믹 메모리 구성을 포함한다.

상기 제1 목적을 달성하기 위해서는, 상기 기억수단이 간단한 커패시터에 의해 구성된 다이나믹 메모리이어도 좋다.

또한, 상기 전위유지수단은 외부로부터 제공되는 데이터를 일시적으로 유지하는 메모리라고 생각되기 때문에, 상기 비
휘발성메모리 또는 스태틱 메모리가 사용될 수 있다. 단지, 데이터를 유지하는 기간이 짧기 때문에, 구성이 간단한 커패
시터가 사용되는 것이 바람직하다.

본 발명에 사용되는 전기광학소자는, 액정소자, 및 자발광소자에 상기 자발광소자를 구동하기 위한 액티브소자가 부착
되어 있는 소자 등을 포함한다.

특히, 전기광학소자로서 액정이 사용되는 경우, 액정 자체가 커패시터이기 때문에, 액정이 상기 전위유지수단으로서도 
기능할 수 있다. 이 경우, 반드시 전위유지수단이 눈에 보일 필요는 없다.

또한, 전기광학소자로서, 자발광소자에 상기 자발광소자를 구동하기 위해 액티브소자가 부착되어 있는 구성이 사용되는 
경우, 액티브소자와 상기 전위유지수단 사이에도 부유용량이 있기 때문에, 상기 전위유지수단 자체가 부유용량인 경우
도 생각될 수 있다. 이 경우, 반드시 전위유지수단이 눈에 보일 필요는 없다.

액정 디스플레이에 사용되는 TFT 소자가 액티브소자에도 사용된다.

이러한 구성은, 표시장치로 제조되기 전에, TFT 기판에 의해 인식할 수 있다. 상기 기판의 소정의 전극에 전기광학소
자를 넣음으로써, 표시기판이 얻어진다.

상기 본 발명의 제1 수단은, 표시기판상에 복수의 전기광학소자가 제공되어 있는 구성에서 유용하다. 상기 복수의 전기
광학소자에 대응하는 기억수단과 전위유지수단에 표시기판의 외부로부터 데이터를 전송하는 구성은, 각 기억수단 및 전
위유지수단마다 배선을 제공하는 방법과, 1개의 배선에 기억수단 또는 전위유지수단을 제공하는 방법의 2개의 카테고
리로 분리될 수 있다.

후자의 방법에 따르면, 상기 배선과 상기 기억수단 또는 전위유지수단 사이에는 새로운 스위칭소자가 필요하다. 이러한 
구성의 대표적인 예에는 매트릭스구성이 있다.
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특히, 복수의 제1 배선(데이터선 또는 소스선)과, 상기 제1 배선을 교차하는 방향에 구성되어 있는 복수의 제2 배선(
주사선 또는 게이트선)을 표시기판상에 형성하여, 상기 전기광학소자, 기억수단 및 전위유지수단을, 상기 제1 배선과 
제2배선의 교차부 부근에 배치시키고, 상기 제1 배선과 기억수단 및 전위유지수단 사이에 제1 스위칭소자를 제공한다.

제1 스위칭소자는, TFT 등의 3단자 구성을 가지며, 상기 제1 단자(소스단자)가 상기 제1 배선에 접속되어 있고, 상기 
제2 단자(드레인 단자)가 상기 전기광학소자, 기억수단 및 전위유지수단에 직접 또는 간접적으로 접속되어 있고, 상기 
제3 단자(게이트단자)가 상기 제2배선에 접속되는 구성으로 한다.

상기 구성은, 제1 스위칭소자의 제2 단자(드레인 단자)가, 상기 전기광학소자, 기억수단 및 전위유지수단에 어떻게 접
속되는지에 따라 매우 다양해질 수 있다.

특히, 상기 제1 구성으로서 제안되는 것은, 전기광학소자마다 제1 스위칭소자가 제공되는 구성이다. 상기 제1 스위칭소
자의 제1 단자(소스단자)가 제1 배선(데이터선)에 접속되고, 상기 제1 스위칭소자의 제2 단자(드레인 단자)가 메모리
소자 등의 기억수단에 전기적으로 접속된다. 또한, 상기 제1 스위칭소자의 제2 단자(드레인 단자)가 커패시터 소자 등
의 전위유지수단에 전기적으로 접속되고, 상기 제1 스위칭소자의 제2 단자(드레인 단자)는 전기광학소자에 접속된다.

    
여기서, 제1 스위칭소자의 제2 단자(드레인 단자)를 메모리소자 등의 기억수단에 전기적으로 접속하는 것은, 메모리소
자 등의 기억수단과 제2 스위칭소자를 직렬로 접속하고, 상기 제1 스위칭소자의 제2 단자(드레인 단자)에 접속하는 것
이다. 이 경우, 상기 기억수단이 스태틱 메모리소자일 때, 상기 제2 스위칭소자는 제1 스위칭소자의 제2 단자(드레인 
단자)와 기억수단 사이에 개재되는 것이 바람직하다. 또한, 상기 기억수단이 강유전체 메모리를 포함하는 커패시터일 
때, 상기 기억수단이 제1 스위칭소자와 제2 스위칭소자 사이에 개재되는 것도 가능하다.
    

또한, 상기 제1 스위칭소자의 제2 단자(드레인 단자)를 커패시터 소자 등의 전위유지수단에 전기적으로 접속하는 것은, 
상기 기억수단과 같이 제3 스위칭소자가 직렬로 접속되는 경우와, (전위유지수단이 커패시터인 경우에는) 제3 스위칭
을 사용하지 않고 직접 접속되는 경우의 2가지로 분리된다.

전자의 구성은, 기억수단의 전위에 의해 전위유지수단의 전위가 챠지업되지 않는다는 점에서, 저소비전력화에 효과적이
다. 후자의 경우는, 제3 스위칭소자를 제공할 필요가 없기 때문에, 그 만큼 다른 소자를 수용하는 스페이스가 보다 많이 
제공된다.

상기 구성에서는, 상기 기억소자와 전위유지수단으로부터의 출력에 기초하여 전압 또는 전류가 발생되어, 표시를 생성
하기 위해 상기 전기광학소자에 공급된다.

이 경우, 상기 기억수단 또는 전위유지수단으로부터의 출력은, 상기 제2 스위칭소자나 제3 스위칭소자 등을 사용하여 
절환 가능하게 선택되어, 상기 전기광학소자에 공급되는 전압 또는 전류가 발생되어, 다계조 표시나 복수의 영상표시 
등의 사이에서 스위칭이 행해질 수 있다.

이 경우의 다계조 표시를 하기 위해서는, 상기 기억수단 또는 전위유지수단에 유지되어 있는 데이터의 비트 웨이트에 
정비례하는 기간동안, 상기 기억수단 또는 전위유지수단으로부터의 출력이 상기 전기광학소자에 공급되는 시분할 계조 
표시방법이 채용될 수 있다.

또한, 상기 시분할 계조 표시를 사용하지 않고도, 상기 기억수단 또는 전위유지수단에 유지되어 있는 데이터의 비트 웨
이트에 정비례하는 전압 또는 전류가 발생되어, 상기 전기광학소자에 출력하는 것이 가능하다.

    
상기 제2 구성으로서 제안할 수 있는 것은, 기억수단에 대응하는 방식으로 제1 스위칭소자가 제공되고, 전위유지수단에 
대응하는 방식으로 제4 스위칭소자가 제공되는 구성이다. 또한, 상기 제1 스위칭소자의 제1 단자(소스단자)는 제1 배
선(데이터선)에 접속되어 있고, 상기 제1 스위칭소자의 제2 단자(드레인 단자)는 메모리소자 등의 기억수단에 접속되
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어 있다. 상기 제4 스위칭소자의 제1 단자(소스단자)는 제1 배선(데이터선)에 접속되어 있고, 상기 제4 스위칭소자의 
제2 단자(드레인 단자)는 커패시터 소자 등의 전위유지수단에 접속되어 있다.
    

상기 구성에서는, 상기 경우와 같이, 상기 기억소자와 전위유지수단으로부터의 출력에 기초하여 전압 또는 전류가 발생
되어, 표시를 생성하기 위해 상기 전기광학소자에 공급된다.

이 경우, 상기 기억수단 또는 전위유지수단으로부터의 출력 사이에서 절환하여, 상기 전기광학소자에 공급되는 전압 또
는 전류를 발생시켜, 다계조 표시나 다영상 표시를 하기 위해서는, 상기 기억수단이나 전위유지수단과 전기광학소자 사
이에 제5 스위칭소자가 필요하다.

이 경우에 다계조 표시를 하기 위해서는, 상기 기억수단 또는 전위유지수단에 유지되어 있는 데이터의 비트 웨이트에 
정비례하는 기간 동안, 상기 기억수단 또는 전위유지수단으로부터의 출력이 상기 전기광학소자에 공급되는 시분할 계조 
표시 방법이 채용될 수 있다.

또한, 상기 시분할 계조 표시 방법을 사용하지 않고, 상기 기억수단 또는 전위유지수단에 유지되어 있는 데이터의 비트 
웨이트에 정비례하는 전압 또는 전류를 발생시켜, 상기 전기광학소자에 출력하는 것도 가능하다.

상기 전기광학소자는, 액정소자, 또는 전원과 그라운드 사이에 자발광소자와 액티브소자(TFT 소자)가 직렬로 접속되
어 있는 구성일 수 있다.

상기 본 발명의 제1 수단은, 기억소자를 사용하여 표시장치에 인가될 때, 많은 양의 소비전력을 감소시킬 수 있기 때문
에, 유기 LED 디스플레이 등의, 발광효율이 좋은 디바이스에 자발광소자로서 사용되는 것이 바람직하다.

    
이와 같이, 본 발명의 제1 수단을 사용하여 제1 목적을 실현시키기 위해, 본 발명의 표시장치는, 주사선마다 배치되어 
있는 화소에, 프레임기간마다 표시해야 할 데이터의 계조에 대응하는 시간 동안만 수평 주사 기간내에서 전압을 인가함
으로써, 상기 계조에 대응하는 양만큼 전기광학적으로 변화하여, 상기 프레임 기간에 대한 데이터로부터 표시를 생성하
는 전기광학소자를 포함하는 표시장치의 구동방법에 의해 동작하며, 1프레임 기간내에 제1, 제2 및 제3 기간을 이러한 
순서로 설정하고, 1프레임 기간내에 상기 제3 기간보다도 전에 데이터 유지기간을 제공하고, 상기 제1 기간에 최대 계
조(최대 웨이트 비트)의 데이터에 대응하는 시간 동안만 전압을 상기 전기광학소자에 인가하고, 상기 데이터 유지기간
에 상기 최대 계조의 데이터를 제1 메모리소자에 유지시키고, 상기 제2 기간에 최대 계조 미만의 데이터에 대응하는 시
간 동안만 전압을 상기 전기광학소자에 인가하고, 상기 제3 기간에 상기 제1 메모리소자에 의해 유지되는 최대 계조 데
이터의 나머지 시간에 대응하는 시간 동안만 전압을 상기 전기광학소자에 인가하는 구성으로 한다.
    

상기 구성에 의하면, 최대 계조 데이터에 대한 전압이 나뉘어져, 1프레임 기간내에서, 최대 계조 미만의 데이터에 대한 
전압인가기간 전후에, 복수 회 이상 인가된다. 상기 동작에서, 최대 계조의 데이터에 대한 전기광학소자에 인가되는 1
회째 전압은, 제1 메모리소자에 의해 유지되고, 2회째 이후의 전압의 인가는 외부로부터 공급되는 것 아니라, 상기 제
1 메모리소자로부터 공급된다.

따라서, 비트 웨이트가 큰 데이터를 제2 기간에 화소마다 유지함으로써, 표시 주사를 행하지 않고, 제3 기간에 비트 웨
이트가 큰 데이터로부터 표시가 생성될 수 있다. 그 결과, 표시마다 표시주사를 행할 필요가 없이, 동화상의 의사윤곽의 
발생을 억제할 수 있다.

    
본 발명의 제1 수단을 사용하는 시분할 계조 방법의 일례로서 나타낸 구동방법은, 주사선마다 배치되어 있는 화소에, 
프레임 기간마다 표시해야 할 데이터의 계조에 대응하는 시간 동안만 수평주사기간내에서 전압을 인가함으로써, 상기 
계조에 대응하는 양만큼 전기광학적으로 변화하여, 상기 프레임 기간에 대응하는 데이터로부터 표시를 생성하는 전기광
학소자를 포함하는 표시장치의 구동방법이며, 주사선 수를 m개로 하고, 각 화소에 의해 표시되는 계조 비트수를 K로 

 - 32 -



공개특허 특2002-0062218

 
하여, 1프레임 기간을 m개의 단위기간으로 분할하고, 각 단위기간을 K개의 선택기간으로 분할하고, 상기 주사선상의 
화소의 전기광학소자내의 데이터를 수평주사기간내에서 재기입할 때, j를 K 미만의 양의 정수로 하고, p(j)(j = 1, 2, 
3, … , K-1) 및 p(K)를 각각 K 이하의 서로 다른 양의 정수로 하여, j비트번째 비트데이터를, 임의의 단위기간 N(j)
내의 제 p번째 선택기간의 타이밍으로 전기광학소자에 공급하고, K비트번째 데이터를, 임의의 단위기간 N(K)내의 제 
p(K)번째 선택기간의 타이밍으로 제1 메모리소자에 공급한 후, 상기 제1 메모리소자로부터 전기광학소자에 공급되는 
구성으로 할 수 있다.
    

상기 구성에 의하면, 최대 계조(최대 웨이트 비트)의 데이터가, 1프레임 기간내의 임의의 단위기간 내의 선택기간의 타
이밍으로 제1 메모리소자에 공급된 후, 제1 메모리소자에 의해 유지된 상기 최대 계조의 데이터에 대한 전압이 전기광
학소자에 인가된다. 즉, 최대 계조의 데이터에 대한 전압이 제1 메모리소자에 의해 유지되고, 전기광학소자에 전압을 
인가할 때는, 전압이 외부로부터 공급되는 것이 아니라, 상기 제1 메모리소자로부터 공급된다.

따라서, 비트 웨이트가 큰 데이터를 화소마다 유지시킴으로써, 표시 주사를 행하지 않고, 비트 웨이트가 큰 데이터의 표
시를 생성할 수 있다. 그 결과, 각 표시마다 표시주사를 행할 필요가 없고, 동화상의 의사윤곽의 발생을 억제할 수 있다.

또한, 본 발명의 제1 수단을 사용하는 시분할 계조 방법에서는, 상기 전위유지수단과 OFF 휘도 설정 배선 사이에 제6 
스위칭소자가 제공되는 구성이 바람직하다.

전위유지수단이 전기광학소자에 (스위칭소자를 통하지 않고) 직접 접속되어 있을 때, 상기 제1 구성에서는, 상기 기억
수단으로부터 독출된 전압에 따라 상기 전위유지수단이 변화하여, 상기 전기광학소자에 인가되는 전압 또는 전류를 제
어한다. 따라서, 상기 제6 스위칭소자를 사용하면, 상기 전위유지수단의 전위가 OFF 휘도 전위에 설정된다.

또한, 전위유지수단이 전기광학소자에 스위칭소자를 통해 접속되어 있는 경우에도, 부유용량이 있기 때문에, 유사하게 
상기 제6 스위칭소자를 사용하여, 상기 부유용량의 전위를 OFF 휘도 전위로 설정하는 것이 바람직하다.

이와 같이 전위유지수단이나 부유용량에 유지되어 있는 전하를, 상기 제6 스위칭소자를 사용하여 방전시킴으로써, 상기 
최대 계조의 데이터에 대응하는 전압이 전기광학소자에 인가되어 있는 시간을, 최대 계조의 웨이트에 따라 조정할 수 
있다.

전술한 구동 방법에 따르면, 최대비트의 데이터만 화소에 제공되어 있는 메모리에 기억된다. 동화상의 의사윤곽의 발생
량은 분할되지 않은 최대 비트의 웨이트에 정비례한다. 따라서, 최대 비트만 분할하더라도, 다음 비트의 웨이트에 대한 
동화상의 의사윤곽이 발생한다.

따라서, 본 발명에서는, 화소에 제공되어 있는 메모리를 가능한 한 많이 사용함으로써 상기 시분할 계조 표시를 행하는 
것이 바람직하다.

또한, 본 발명의 제1 수단은 상기 시분할 계조에만 유효한 것은 아니다. 본 발명의 제1 수단은, 본 발명의 제2 목적인 
화소에 제공되는 메모리보다 많은 비트의 다계조 표시를 생성할 수 있다.

상기 계조 표시 방법으로서의 제1 구성은, 복수의 커패시터를 제공하여, 각 커패시터의 일방의 단자에 인가되는 전압을 
상기 기억소자 또는 전위유지수단을 사용하여 예컨대 전원 전압 또는 그라운드 전위의 2진 사이에서 제어함으로써, 목
적으로 하는 전기광학소자에 다단계의 전압을 인가하는 구성으로 할 수 있다.

예컨대, 전기광학소자가 액정소자일 때, 2개의 단자 중 일방은 대향 전극에 접속되고, 타방의 단자는 복수의 커패시터
에 접속되며, 상기 기억수단이나 전위유지수단으로부터의 출력은 상기 각 커패시터의 단자에 인가되는 전압을 역전압과 
동일한 값 또는 다른 값으로 제어하기 위해 사용되어, 액정에 인가되는 전압을 다단계로 변화시킨다.
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이와 같이 액정을 구동하는 경우, 액정의 응답속도가 느리기 때문에, 시분할 방법으로 인가되는 전압이라도, 표시가 상
기 평균 전압에 대응하는 표시상태를 나타내기 때문에, 이론상으로는 동화상 의사윤곽이 발생하지 않는다. 특히, 본 발
명의 수단(1)을 액정에 적용하는 경우, 상기 목적은 동화상 의사윤곽을 억제하는 것이 아니라, 화소에 제공되어 있는 
한정된 수의 메모리를 사용하여, 증가된 수의 계조 표시를 생성하는 것이다.

또한, 예컨대, 상기 액정소자 대신에 커패시터를 사용하여, 상기 전압을 자발광소자(유기 LED 디스플레이)에 전류를 
공급하기 위한 TFT (액티브소자)에 인가함으로써, 전기광학소자를 흐르는 전류를 제어할 수 있다.

또한, 자발광소자(유기 LED 디스플레이)에 전류를 공급하기 위한 TFT (액티브소자)를 복수개 제공하여, 상기 기억수
단이나 전위유지수단으로부터의 출력에 기초하여 상기 TFT를 2진 제어함으로써, 자발광소자(유기 LED 디스플레이)
에 공급되는 전류를 다단계로 변화시킬 수 있다.

이 경우, 유기 LED 디스플레이의 응답속도가 빠르기 때문에, 시분할 방법으로 공급되는 전류에 의해 동화상의 의사윤
곽이 발생하지만, 이 경우라도, 제1 동화상의 의사윤곽을 억제하려는 목적과 함께, 제2 화소에 제공되어 있는 한정된 
수의 메모리에 의해, 증가된 수의 계조 표시를 생성하는 목적을 달성할 수 있다.

또한, 본 발명의 수단은, 액정표시소자나 자발광소자(유기 LED 디스플레이) 등의 전기광학소자에 접속되어 있는 화소
전극과, 상기 화소전극에 전압을 인가하는 제1 메모리소자를 포함하는 표시장치이고, 상기 전기광학소자의 전원 전압과, 
상기 전기광학소자로의 전압인가의 ON 및 OFF 시기를 정하는 신호로서 상기 제1 메모리소자에 인가되는 ON-OFF 전
압을, 상이한 전원으로부터 공급하는 구성으로 할 수 있다.

    
상기 구성에 의하면, 전기광학소자의 전원 전압과, 제1 메모리소자에 인가되는 ON-OFF전압은 상이한 전원으로부터 
공급된다. 따라서, 전기광학소자의 전원 전압이 변동하더라도, 제1 메모리소자에 인가되는 전압은 변동하지 않는다. 그
러므로, 상기 구성에 의한 효과에 덧붙여, 구동용 TFT와 같이 상기 제1 메모리소자를 구동하는 소자의 게이트전압 V
와, 유기 LED 디스플레이 등의 자발광소자와 같이 상기 전기광학소자를 흐르는 전류 I 사이의 관계에서, V-I 특성의 
변화가 억제될 수 있으며, 특히 자발광소자에 의해 안정한 휘도 특성을 이용할 수 있다.
    

또한, 본 발명의 표시장치는, 상기 표시장치의 구동방법에 사용되며, 외부로부터 제공되는 데이터를, 라인마다 주사되
는 상기 화소의 데이터로 변환하기 위한 제2 메모리소자를 포함하는 것이 바람직하다.

    
상기 구성에 의하면, 화소 단위로 전송된 비트데이터를, 상기 구동방법에 의해 필요한 타이밍으로, 제2 메모리소자로부
터 직접, 1라인에 대한 데이터에 관해 병렬로 화소에 전송할 수 있다. 또한, 상기 데이터 변환에 필요한 컨트롤회로를 
제공하기 때문에, 상기 구동방법을 걱정없이 사용할 수 있다. 또한, SRAM 등의 제2 메모리소자로부터 직접 화소메모
리에 기입하면, 제2 메모리소자로부터 신호선 드라이버(SEG 드라이버)에 시리얼로 데이터를 전송할 필요가 없다. 따
라서, 상기 구성에 의한 효과에 덧붙여, 신호선 드라이버를 통한 전송과 비교하면, SRAM 등으로부터 신호선 드라이버
에 데이터를 전송하기 위한 시간과 전력이 세이브될 수 있고, 이 때문에 에너지가 세이브될 수 있고, 표시장치 전체의 
저소비전력화를 실현할 수 있다.
    

    
종래의 액정 표시 장치 등의 표시장치에서는, 입력되는 영상 데이터가 아날로그 데이터였다. 이 때문에, 최근에는 디지
털 데이터라도 화소마다 표시 계조수에 대응하는 비트데이터와 함께 입력되는 구성으로 한다. 상기 구성은, CPU로부터 
비디오 RAM으로의 데이터 전송에도 적용된다. 한편, 본 발명의 제1 목적이 발생하는 시분할 계조의 경우에는, 비트마
다 표시 주사가 행해지므로, 화소마다 전송되는 입력 데이터가, 비트마다 표시가 생성되는 시분할 표시용 데이터로 변
환되어야 한다.
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따라서, 본 발명의 수단(2)에서는, 상기 데이터 변환을 위해, 표시영역(화소) 외부에, 표시화면의 전기광학소자의 배치
에 대응하는 제2 메모리소자(메모리어레이)를 제공할 수 있다.

표시장치의 외부로부터 CPU에 의해 랜덤하게 1화소에 대한 데이터를 상기 제2 메모리소자에 기입하는 구성에서는, 상
기 메모리 어레이에 제공되는 메모리의 수는, 각 전기광학소자에 의해 표시되는 계조의 수에 대응하는 것이 바람직하다.

그러나, 표시장치의 외부로부터 1라인에 대한 데이터를 시리얼로 전송하는 입력 신호의 경우에는, 상기 1라인에 대한 
데이터가 예컨대 1라인 메모리에 유지되어, 상기 연관된 화소의 비트데이터를, 화소에 제공되어 있는 제1 메모리소자와, 
화소(표시영역) 외부에 제공되어 있는 제2 메모리소자 사이에서, 분배하여 기억하는 것이 바람직하다.

상기 구성에 의해, 본 발명의 제3 목적이 실현된다.

특히, 화소에 제공되는 제1 메모리소자의 수만큼, 화소(표시영역) 외부에 제공되는 제2 메모리소자의 수를 감소시킬 
수 있어, 표시장치는 기판의 사이즈는 작지만, 입력된 데이터로부터 동일한 수의 계조를 생성할 수 있다.

이 경우, 화소에 제공되어 있는 제1 메모리소자와 같이, 화소(표시영역) 외부에 제공되어 있는 제2 메모리소자의 데이
터는, 화소에 제공되어 있는 전위유지수단에 시분할 방법으로 데이터를 취입함으로써, 전기광학소자에 의한 표시에 반
영된다.

또한, 상기 구성에서는, 화소 내부에 A 비트 메모리소자가 제공되고, 화소 외부에 B 비트 메모리소자가 제공되기 때문
에, 합계 (A + B) 비트의 표시데이터가 존재한다. 전체 메모리소자가 독립한 데이터를 유지할 수는 없지만, 상기 표시
데이터를 사용하여 복수의 영상을 기억하는 것도 가능하다.

예컨대, 상기 (A + B) 비트 중, 1비트가 데이터를 전송하기 위해 사용되고, 독립한 데이터를 유지할 수 없다고 가정하
면, 나머지 (A + B - 1) 비트의 데이터가 사용되고, 영상데이터가 각 전기광학소자당 1비트이면, 영상이 (A + B - 
1)개의 영상으로부터 선택되어, 외부로부터 새롭게 데이터를 취입하지 않고도 영상 표시를 생성할 수 있다.

이는, 표시장치 외부의 CPU 등의 회로를 동작시키지 않고 (전원을 투입하지 않고), 표시가 생성될 수 있음을 의미한다. 
이는, 상기 (A + B - 1) 비트의 범위내에서, 휴대단말 등이 간단한 대기 화면 등을 동화상적으로 표시할 수 있음을 의
미하기 때문에, 상기 구성은 이와 같은 휴대단말기기에 효과적이다.

또한, 전기광학소자로서 자발광소자를 사용할 때, 이러한 저소비전력화 기능을 사용하면, 발광효율이 좋은 유기 LED 
디스플레이에 상기 기능이 제공되는 것이 효과적이다.

    
상기와 같이, 본 발명에 의하면, 화소가 기억수단(메모리)과 전위유지수단(커패시터)을 갖는 구성을 채용함으로써, 화
소에 제공되어 있는 메모리보다 많은 다계조를 표시할 수 있다. 또한, 화소에 제공되어 있는 복수의 메모리 사이를 스위
칭하는 것에 의해 표시를 생성함으로써, 새롭게 외부로부터 데이터를 얻지 않더라도, 복수의 영상 사이를 스위칭하는 
것에 의해 표시가 생성될 수 있다. 또한, 최대 계조의 데이터에 대응하는 전압이 제1 메모리소자에 의해 유지되고, 상기 
데이터에 대한 전압인가시간을 분할하는 것에 의해 전압을 인가하여, 동화상의 의사윤곽의 문제를 부분적으로 해결할 
수 있다.
    

또한, 상기 메모리소자를 채용하면, 종래에는 구동이 불가능했던 경우라도 구동이 가능하게 되어, 새로운 구동방법을 
개발할 수 있게 된다.

특히, 상기 화소가 기억수단(메모리)과 전위유지수단(커패시터)을 갖는 구성으로 되어 있는 전위유지수단은, 시분할 
계조 표시에 적당하다.
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본 발명의 표시장치를 사용하면, 1프레임 기간내에, 제1, 제2 및 제3 기간을 이 순서로 제공하고, 1프레임 기간내에, 
상기 제3 기간보다도 전에 데이터유지기간을 제공하여, 상기 제1 기간에, 최대 계조(최대 웨이트비트)의 데이터에 대
응하는 전압을 상기 전기광학소자에 인가하고, 상기 데이터유지기간에, 상기 최대 계조의 데이터를 제1 메모리소자에 
의해 유지시키고, 상기 제2 기간에, 최대 계조 미만의 데이터에 대응하는 시간동안만 전압을 상기 전기광학소자에 인가
하여, 상기 제3 기간에, 상기 제1 메모리소자에 의해 유지되는 최대 계조 데이터의 나머지 시간에 대응하는 시간동안만 
전압을 상기 전기광학소자에 인가하는 구성으로 할 수 있다.
    

이에 의해, 비트의 웨이트가 큰 데이터를 제2 기간에 화소마다 유지시킴으로써, 표시 주사를 행하지 않고 비트의 웨이
트가 큰 데이터로부터 제3 기간에 표시를 생성할 수 있다. 그 결과, 각 표시마다 표시주사를 행할 필요 없이, 동화상의 
의사윤곽의 발생을 억제할 수 있다.

또한, 화소에 제공되어 있는 메모리보다 많은 다계조를 표시할 수 있기 때문에, 표시품위의 향상에 기여한다.

    
또한, 본 발명의 표시장치의 구동방법은, 주사선수를 m개로 하고, 각 화소에 의해 표시되는 계조비트수를 K로 하여, 1
프레임 기간을 m개의 단위기간으로 분할하고, 각 단위기간을 K개의 선택기간으로 분할하여, 주사선상의 화소의 전기광
학소자내의 데이터를 수평주사기간 내에 재기입할 때, j를 K 미만의 양의 정수로 하고, p(j)(j = 1, 2, 3, …,K-1) 및 
p(K)를 K 이하의 서로 다른 양의 정수로 하여, j비트번째 데이터를, j마다 임의의 단위기간 N(j)내의 제 p(j)번째 선택
기간의 타이밍으로 전기광학소자에 공급하고, K비트번째 데이터를, 임의의 단위기간 N(K)내의 제 p(K)번째 선택기간
의 타이밍으로 제1 메모리소자에 공급한 후, 상기 제1 메모리소자로부터 전기광학소자에 공급하는 구성으로 할 수 있다.
    

이에 의해, 비트 웨이트가 큰 데이터를 화소마다 유지함으로써, 표시 주사를 행하지 않고, 비트 웨이트가 큰 데이터로부
터 표시를 생성할 수 있다. 따라서, 각 표시마다 표시주사를 행하지 않고, 동화상의 의사윤곽의 발생을 억제할 수 있다.

또한, 본 발명의 표시장치는, 상기 전위유지수단과, OFF 휘도 설정 배선 사이에 제6 스위칭소자가 제공되는 구성으로 
할 수 있다.

이 구성에 덧붙여, 상기 구성은, 상기 제1 메모리소자에 의해 유지되는 최대 계조의 데이터에 대응하는 전압을, 전기광
학소자에 인가하기 전에, 전위유지수단에 의해 일시적으로 유지시키는 구성으로 할 수 있다.

상기 전위유지수단이 제6 스위칭소자를 사용하여 기억되어 있는 전하를 방전시킴으로써, 상기 최대 계조의 데이터에 대
응하는 전압이 전기광학소자에 인가되어 있는 시간을, 최대 계조의 웨이트에 따라 조정할 수 있다.

또한, 본 발명의 표시장치는, 액정표시소자 등의 전기광학소자에 접속되어 있는 화소전극과, 상기 화소전극에 전압을 
인가하는 제1 메모리소자가 제공되고, 상기 전기광학소자의 전원 전압과, 상기 전기광학소자로의 전압인가에 대한 ON 
및 OFF 시기를 결정하는 신호로서 상기 제1 메모리소자에 인가되는 ON 전압 및 OFF 전압을, 별도의 전원으로부터 공
급하는 구성으로 할 수 있다.

따라서, 전기광학소자의 전원 전압이 변동되더라도, 제1 메모리소자에 인가되는 전압은 변동되지 않는다. 따라서, 상기 
구성에 의한 효과에 덧붙여, 안정한 휘도 특성을 얻을 수 있다.

또한, 본 발명의 표시장치는, 상기의 구성을 포함하며, 상기 화소의 라인 단위의 주사에 의해 데이터로부터 표시를 생성
하고, 1라인에 대한 데이터를 시리얼로 상기 화소에 직접 전송하는 제2 메모리소자가 제공되는 구성으로 할 수 있다.

    발명의 효과

이와 같이, 제2 메모리소자로부터 직접 화소메모리에 기입함으로써, 제2 메모리소자로부터 신호선 드라이버에 데이터
를 시리얼 전송할 필요가 없다. 따라서, 상기 구성에 의한 효과에 덧붙여, 신호선 드라이버에 데이터를 전송하기 위한 
시간과 전력이 세이브될 수 있고, 표시장치 전체의 저소비전력화가 실현된다.
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또한, 화소에 제공되어 있는 제1 메모리소자와 화소(표시영역) 외부에 제공되어 있는 제2 메모리소자를 결합하면, 필
요한 계조에 의한 데이터를 기억할 수 있다. 따라서, 화소에 제공되어 있는 제1 메모리소자에 비해 보다 많은 계조가 표
시될 수 있고, 외부로부터 데이터를 얻지 않고도 2개 이상의 영상으로부터 영상이 선택적으로 표시될 수 있다.

또한, 화소에 메모리의 일부가 제공되기 때문에, 화소(표시영역) 외부에 제공되는 제2 메모리소자의 개수를 감소시킬 
수 있다. 그 결과, 상기 메모리가 제공되는 영역의 면적이 축소되고, 필요한 양의 데이터를 보다 적은 사이즈의 기판상
에 기억할 수 있게 된다. 이는, 1장의 유리기판으로부터 취득되는 패널 수가 증가되어, 패널 비용을 감소시키는 효과가 
있다.

또한, 동일한 사이즈의 표시영역을 갖는 패널의 소형화를 가능하게 한다. 또한, 패널에 기억되어 있는 데이터로부터만 
영상 표시가 생성되기 때문에, 표시장치의 저소비전력화를 실현한다. 특히, 패널에 제공되어 있는 메모리의 범위내이면, 
CPU 등의 외부장치에 전원을 투입하지 않고, 스위칭에 의해 복수의 영상이 표시될 수 있으므로, 보다 큰 저소비전력화
의 효과가 기대된다.

상기한 상세한 설명에 나타낸 실시예와 구체적인 예들은 어디까지나 본 발명의 기술 내용을 상세하게 하는 것이며, 이
와 같은 실시예와 구체예에 한정하여 협의로 해석할 것이 아니라, 본 발명의 정신내에서 첨부된 특허 청구의 범위를 벗
어나지 않고 여러 가지로 변경하여 실시할 수 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

복수의 전기광학소자; 및

상기 전기광학소자마다 제공되는 기억수단과 전위유지수단을 포함하며,

상기 기억수단과 상기 전위유지수단으로부터의 출력을 사용하여 상기 전기광학소자에 의한 표시 동작을 제어하는 표시
장치.

청구항 2.

제 1 항에 있어서, 상기 전기광학소자가, 제1 배선과, 상기 제1 배선과 교차하는 방향에 제공되는 제2 배선의 교차부 
부근에 제공되고,

상기 제1 배선의 일방에 제1 단자가 접속된 제1 스위칭소자; 및

상기 제1 스위칭소자의 제2 단자와 상기 기억수단과 직렬로 접속된 제2 스위칭소자를 더 포함하며,

상기 제1 스위칭소자의 제2 단자는 상기 전위유지수단에 전기적으로 접속되어 있는 표시장치.

청구항 3.

제 2 항에 있어서, 상기 전위유지수단과 각각 직렬로 접속된 제3 스위칭소자를 더 포함하는 표시장치.

청구항 4.

제 1 항에 있어서, 상기 전기광학소자가, 복수의 제1 배선과, 상기 제1 배선과 교차하는 방향에 배치된 복수의 제2 배
선의 교차부 부근에 제공되고,

상기 제1 배선의 일방에 제1 단자가 각각 접속되고, 상기 기억수단에 제2 단자가 전기적으로 접속된 제1 스위칭소자; 
및

 - 37 -



공개특허 특2002-0062218

 
상기 제1 배선의 일방에 제1 단자가 각각 접속되고, 상기 전위유지수단에 제2 단자가 전기적으로 접속된 제4 스위칭소
자를 더 포함하는 표시장치.

청구항 5.

제 4 항에 있어서, 상기 전기광학소자들 중 하나와 상기 기억수단 사이에 각각 개재된 제5 스위칭소자를 더 포함하는 
표시장치.

청구항 6.

제 1 항에 있어서, 상기 기억수단은, 상기 기억수단으로부터의 출력과 상기 전위유지수단으로부터의 출력 사이에서 절
환되는 스위칭소자에 접속된 표시장치

청구항 7.

제 1 항에 있어서, 상기 기억수단 또는 상기 전위유지수단으로부터의 출력은, 상기 기억수단 또는 상기 전위유지수단에 
기억된 데이터의 웨이트에 대응하는 기간동안 상기 전기광학소자에 공급되는 표시장치.

청구항 8.

제 1 항에 있어서, 상기 전기광학소자는, 상기 기억수단 또는 상기 전위유지수단에 기억된 데이터의 웨이트에 대응하는 
전압에 기초하여 표시되는 표시장치.

청구항 9.

제 1 항에 있어서, 상기 전기광학소자는, 상기 기억수단 또는 상기 전위유지수단에 기억된 데이터의 웨이트에 대응하는 
전류에 기초하여 표시되는 표시장치.

청구항 10.

제 1 항에 있어서, 상기 전위유지수단과, 전원배선 또는 그라운드배선 중 어느 일방 사이에 각각 개재된 제6 스위칭소
자를 더 포함하는 표시장치.

청구항 11.

제 1 항에 있어서, 화소영역의 외부에 제공되고, 상기 전기광학소자가 표시하는 신호를 기억하는 제2 기억수단을 더 포
함하는 표시장치.

청구항 12.

제 11 항에 있어서, 상기 기억수단에 기억된 신호와, 상기 제2 기억수단으로부터 상기 전위유지수단에 공급되는 신호로
부터 표시되는 표시장치.

청구항 13.

제 11 항에 있어서, 복수의 영상들 사이에서의 절환에 의해, 상기 기억수단에 기억된 신호와, 상기 제2 기억수단으로부
터 상기 전위유지수단에 공급되는 신호로부터, 표시가 행해지는 표시장치.

청구항 14.
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제 1 항에 있어서, 상기 전기광학소자는, 유기 LED 소자인 표시장치.

청구항 15.

복수의 전기광학소자; 및

상기 전기광학소자마다 제공된 기억수단을 포함하며,

상기 전기광학소자와 상기 기억수단은 별도의 전원선을 갖는 표시장치.

청구항 16.

제 15 항에 있어서, 화소영역의 외부에 제공되고, 상기 전기광학소자가 표시를 생성하는 신호를 기억하는 제2 기억수단
을 더 포함하는 표시장치.

청구항 17.

제 16 항에 있어서, 상기 기억수단에 기억된 신호와, 상기 제2 기억수단으로부터 상기 전위유지수단에 공급되는 신호로
부터 표시되는 표시장치.

청구항 18.

제 16 항에 있어서, 복수의 영상들 사이에서의 절환에 의해, 상기 기억수단에 기억된 신호와, 상기 제2 기억수단으로부
터 상기 전위유지수단에 공급되는 신호로부터, 표시가 행해지는 표시장치.

청구항 19.

제 15 항에 있어서, 상기 전기광학소자는, 유기 LED 소자인 표시장치.

청구항 20.

복수의 전기광학소자; 및

상기 전기광학소자마다 제공된 기억수단과 전위유지수단을 포함하여,

상기 기억수단과 상기 전위유지수단으로부터의 출력을 사용하여 상기 전기광학소자에 의한 표시동작을 제어하는 표시
장치를 포함하는 휴대기기.

청구항 21.

복수의 전기광학소자; 및

상기 전기광학소자마다 제공된 기억수단을 포함하며,

상기 전기광학소자와 상기 기억수단은 별도의 전원선을 갖는 표시장치를 포함하는 휴대기기.

청구항 22.

복수의 전극;
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상기 전극마다 제공된 기억수단과 전위유지수단, 및

상기 기억수단과 상기 전위유지수단으로부터의 출력을 사용하여 상기 전극에 인가되는 전압 또는 전류를 제어하는 수
단을 포함하는 기판.

도면
도면 1

도면 2

 - 40 -



공개특허 특2002-0062218

 
도면 3

도면 4

 - 41 -



공개특허 특2002-0062218

 
도면 5

도면 6

 - 42 -



공개특허 특2002-0062218

 
도면 7

도면 8

 - 43 -



공개특허 특2002-0062218

 
도면 9a

도면 9b

 - 44 -



공개특허 특2002-0062218

 
도면 10

도면 11

 - 45 -



공개특허 특2002-0062218

 
도면 12

도면 13

 - 46 -



공개특허 특2002-0062218

 
도면 14

 - 47 -



공개특허 특2002-0062218

 
도면 15

도면 16

 - 48 -



공개특허 특2002-0062218

 
도면 17

도면 18

 - 49 -



공개특허 특2002-0062218

 
도면 19

도면 20

 - 50 -



공개특허 특2002-0062218

 
도면 21

도면 22

 - 51 -



공개특허 특2002-0062218

 
도면 23

도면 24

 - 52 -



공개특허 특2002-0062218

 
도면 25

도면 26

 - 53 -



공개특허 특2002-0062218

 
도면 27

도면 28

 - 54 -



공개특허 특2002-0062218

 
도면 29

 - 55 -



공개특허 특2002-0062218

 
도면 30

도면 31

 - 56 -



공개특허 특2002-0062218

 
도면 32

도면 33

 - 57 -



공개특허 특2002-0062218

 
도면 34

도면 35

 - 58 -



专利名称(译) 显示设备，便携式设备和基板

公开(公告)号 KR1020020062218A 公开(公告)日 2002-07-25

申请号 KR1020020003059 申请日 2002-01-18

[标]申请(专利权)人(译) 夏普株式会社

申请(专利权)人(译) 夏普株式会社

当前申请(专利权)人(译) 夏普株式会社

[标]发明人 NUMAO TAKAJI

发明人 NUMAO,TAKAJI

IPC分类号 G09G3/36 H05B33/08 G09G3/20 G09G3/32 G09G3/00 G02F1/133

CPC分类号 G09G2300/0828 G09G3/3258 G09G2310/061 G09G2300/0814 G09G2310/0262 G09G3/3659 
G09G2300/0857 G09G3/2011 G09G2300/0838 G09G3/2022 G09G2320/0261 G09G3/3648

代理人(译) LEE，金泰熙

优先权 2001010866 2001-01-18 JP
2001145517 2001-05-15 JP
2001200074 2001-06-29 JP

其他公开文献 KR100470893B1

外部链接 Espacenet

摘要(译)

对应于最大灰度数据的电压对应于分级数据的电压，除了最大灰度级，
存储器电路保持与其在液晶器件中授权的最大灰度级数据相对应的电
压，从存储器电路提供给液晶器件。使用显示设备创建时间共享灰度，
显示扫描模式不执行1次显示。然而，可以抑制运动图像的伪轮廓的产
生。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/4ca0eddd-62b3-451b-8f8d-c82484d22b7e
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/027345751/publication/KR20020062218A?q=KR20020062218A

